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~ Holanda, por:

"DISPOSITIVO FOTOSERSIBLE®

- .

Ia presente invencién se refiere a un dispositi-
vo fotosensible qus comprende una caps de material fo-
tosensible, por ejemplo fotoconductor, aplicado a un

soporte o substrato por evaporacién, consistiendo la

referida cepa prineipalmente de un compuwesto metal-oxi
geno adecuado, mediante le incorporacidén de impurezas

y/o desviacliones con respecto a la estequiomeiria, pa-

ra ser hecho conductor, & volumtad, del +ipo a o p, com

prendiendo ademds el referido dispositivo medios pars

el suninistro de corriente seléctrica & la capa fotosen
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gible y & métodos de fabricacién de un dispositive tal.

En esta relacidn un material es considerado como
fotogensible cuando une o wés propiedades eléctricas
del referido material es, respeciivamente son, capaces
de ser cambiadas reversiblements como consecuencia de
la irradiacién con una rediacién corpuseular o electiro
magnética adecuadamerte elegida, siendo considersdo tal
material como fotoconductor en el caso de resulfar sus-~
ceptivle a la tal radiascidén la propiedad eldctrics del
material. |

Los compuéétos metal=ox{geno adecuados para ser
usadosucomo materiales fotosensibles, méds en particular
fotoconductores para un dispositivo tal son entre otros,
monoxido de plomo (PL0), tribxido de bismuto (Bip03) y
6xido de zine (210). .

. En los dispositivos~fotosensibles del tipo men-
cionado precedent emente la capa de material fotosensi-
ble puede ser depositada por evaporacién sobre una super
ficie de un soporte aislante, que estd provisito de uno
o més electrodos metdlicos lineales, paralelos, que pue
den estar interconsctados eldetricamente y que enton-
ces constituyen conjuntamente un niembro de suministro
de corriente, Un ssgundo miembro de suministro de co=-
rriente para la capa fotosensible puede ser formedo en
tonces poxr medio de electrodos simileres, eléctricamen
te interconectados, tambidén proviastos sobre el soporte
0 sobre la superficie de la capa alejada del soporte;
ellos pueden ser depositados por evaporacidn con los
electrodos mencionados en primer término. Como 2lterna
tiva, el soporte puede consistir de un electrodo deizggb
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miristro de corriente para la c¢apa fotosensible en la
forma de una base coniinua conductora, en cuyo caso el
suministro de corriente a la superficie de la caps foto
sensible, alejada del soporte, también puede lograrse
mediante una capa conductora ininterrumpida. En este 1
timo ¢mso, 1la capa fotosensible con los dos referidos
electrodos puede constituir una célulae fotoconductors
de estructura estratificeda. Cuando la capa lleva eleg
trodos continuos aplicados a ella, uno 0 anbos electrom
dos puede ser transparentes para radiacidn electro-meg-
nética. En lugar de suministrar corriente por medio de
un electrodo que es aplicado & toda ¢ a partes de la su
perficie de la cepa fotosensible, alejada del soporte,
la corriente puede ser suministrada a esta superficls

por med:io de electrodos que emanan desde un cafién elec—

‘b;cénico dispuésto frexte a dicha superficie de la capa

fotosensivle. El dlsposi tivo de acuerdo con la mresente
invencién preferentemente es del tipo Wltimamente men-
cionado y, en este caso, puede formar 'un tubo para cé-
mare Vidicon en el cusl la placa de blanco, depositada
por evaporacién sobre un eleci:rodo de sefial transparen
te, estd formada por una capa de material fotoconductor,
cuyo lado alesjado del electrodo de sefial debe 8er exXplo~-
rado por un haz electrénico gque préviena desde el cafién
electrénico del tubo. Para completar, deberfa mencionsr
88 que el suministro de corriente a la capa fotosensible
de un dispositivo del tipo descrito puede lograrse por
medio de electrodos provistos solamente sobre el lado
de la capas alejadas. del soports.

Las obssrvaciones que =i guen a contimiacién se re-
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fieren a un digpositivo del tipo descrito en la pmrte
introductoria de la presentes memoria, ejecutando como
un tubo para cdmara Vidicon. Las exigencias para un tubo
captador y la medida de acuerdo con la presente inven-
cién para cumplir con estas exigencias en un grado ma-
yor gue el posible hasta el presente, pueden conside=-
rarse como vilidas en genersl para un dispositivo dsl
tipo mencionado en el predmbulo, de modo que la restrig
cién de las observaciones y descripeiones que =iguen a
continuacién a un dispositivo ejecutedo como un tubo pa
re cdmara Vidicon no deberian considerarse como uns li-
mitacién del alcance de los derechos reivindicados. De-
berfa notarse, por ejemplo, que no es necesario provéer
uno o mds de estos electrodos reconocibles de metal sa-
tisfactoriamente conductor para el swsinistro de corrien
te 2 la capa fotosensible. Por ejemplo, la capa fotosen-
gible puede constituir una conexidén eléctrica entre las
distintas zones de un elemento gemiconductor que sirve

como soporte para la capa. Ademds, deberiz notarse que

- més adelante, en la explicacidén del invento con referen

cia a un dispositivo que constituye un tubo para cémara
Vidicon, en el cual el camino de la corriente eléctrica
en la.capa coincide con la direccidén de espesor de la
capa fotosensible utilizedo en este dispositivo, fre-
cuentemente ge¢ hace referencia, por ragones de simpli-
ficacibn, e la direccidén de espesor cuando se refiere
a la direccidn de la eorriénte. las reflexiones y obser
vacionea que se refieren a esta aireocién de espesor gg
neralmente pueden aplicarse a dispositivos en los cuales
la corrviente pass en la direccidn longitudinal de la OQ @
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D&, en cuyo cas6, 85i se trata de hecho con la direccidn
del camino de la corriente elécirice, la referida direc
cién de espesor encuentra su analogie en la direccién
longitudinal de la capa que va desde el suministro de
corrients positiva al suministro de corriente negati-
ve 0 viceversa. Tal analogia es vdlida, por ejemplo, pa
ra uwn dispositivé que comprende una capa fotogensible
provista de electrodos entrelazados, siendo grande 1a
distancia entre los electrodos en comparacién con el es
pesor da la capt.

Bg gabido que la placa de blanco n;:otosensible de
un tubo para cémara del tipo Vidicon debe cumplir cier=
tas exigencias para que el tubo resulte apto pars su uso
en la pré.ctiba..

Las exigencias mis importantes soﬁ:

1) una corriente de negro ig baja; puede decirse
que con uns diferencia de tensién entre el catodo y el
electrodo de sefial de 10 a 30 V, la corriente de negro
no deberia ser mayor que 5 x 10~9 A3

2) la capacitancis de la placa de blanco deberia
egtar cémm'endida entre 1imites determinados; con wna
capacitancia excesivamente pequefia la corriente de se-
fial obtenida por la exploracién es demasiado baja y con
ung capacitancia demasiedo elevada el haz explorador no
es capaz de reponer, en un punto de imagen, la cargs
que se fuga por conduccién dentro de un periodo de mar-
co, &9 decir estabilizar le superficie libre de la placa
de blanco en upa sola exploracidn sobre el potenciael del
catodo. Un factor capaz de afectar la capacitanecia de la
placa de blanco es su espesor; debido a las dif erentes g
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absorcionss del material para radiaciones de dlstintos
largos de onda, el espesor de la placa de blanco tam-
bién afecte la sensibilidad espectral;

‘ 3) un atraso de tiempo pequeflo en la respuesta
fotoconductora, es decir la conductividad eléctrica de
le placa de blanco sigue satisfactoriamente a las varig
ciones répidas de le intensidad de exposicién;

4) wn largo de vids suficiente; el tubo debe ser
capaz de funcionar durante un nimerc de horas determi-
nedo antes de que se produzcan variaciones, mds en par-
ticular de las propiedades ocitadas precedentemente, en
un grado tal que el tubo ya no resulte mds apto pars su
uso prédectico; para tubos para cémara & ser usados en los
estudios de televisifén un largo de vida de aproximadamen
te 100 horas es considerado. hoy en dla como satisfacto-
rio; para la televisién indnstriaL en la cual el tubo
generalmente funciona durante periodos largos en forma
ininterrumpida, es deseabls un largo de vida de al menos
1000 horsass

5) una sensibilidad asdecuada para la radiacidn de
imagen ciue penetra a través del electrodo de seiial he-
cla l2 placa de blanco; para la luz visible usualmente

results deseable al menos 150 microempere por lumen de
Juz con una ‘temperatura de color de 287TRK; también jue

ga weparte la sensivilidad espectrel; pé.ra la televi-
gién en colores es impartante tener un tubo de cdmara
gue poses une sensibilidad razonsble en cada parte del
egpectro visible.

Bs sebido que con un tubo de cémara que posee una
placa de blanco fotosensible gue consisteds una substan
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tancia polar, particularmente monéxido de plomo (Pb0),

puede obtensrse una corriente de negro baja al pfovqu
88 en la placa de blanco una o mis junturas p-n plans-

res que se extienden paralelamente al plano de le placa
de blanco siendo obtenlda cads juntura el unirse dos zgQ
nag del material de la placae do blanco que se encuentran
una después de la otra en la direcclién del espesor, y
que son de tipos de conductividad opuestos, Preferente-
mente, la placa de blanco del referido tubo conocido es
proviste de una zona de material conductor p sobre el
lado que mirs hacia el cafién electrénico, zona esta que
estd unida, en el caso més simple, a una zona de condug
tividad n en contacto con el electrodo de sefizl. Para
este tubo conocido se menciona gque, para une placa de
blanco de monéxido de plomo, puede obltenerse una zona
de material de conductividad n incorporando bismuto o
antimonio en el ménéxido de plomo, mientras que una zo=-
na de conductividad p pusde obtensrse mediante la incor
poracién de una cantidad en exceso de oxf{geno o, por
ejemplo, plata.

Ia solicitante ha encontrade que la creacibn de

una juﬁtura p-n planar, formada por zonas adyacentes de

conductividades de tipos opuestos en unae placs de blane
co comparativamente delgadas tal como se usa comunmente
en un tubo para cdmars Vidicon tropiezs con dificulta=~
des técnicas, particulamente con respecto a la facili-
dad de reproduccidén. Ademds, una tal placa de blanco,
debido al espesor reducido de la Juntura p-n, usualmen
te presenta una capacitancia demasisdo elevada y una sen
gibilidad baja. Esto puede comprenderse cusndo se reeli-

{ds

-7 _ ':.,; i ""”i‘. e Sk



o€

]

‘9

10

15

20

25

30

za que el campo eléctrico en la placa de blanco, produ-
cido por la diferencia de potencial entre lae superficie
libre ds la placa de blanco, estabilizada sobre el poten
cial del catodo, y el electrodo de sefial, prevalecerd
principalmente sobre la juntura p-n delgads y que la. par
te restante del espesor de la placa de blanco serd libre
de campo en su parte mayor. ‘

Ja presente invencidén tiens por objeto proveer un
dispo sitivo fotogsensible del tipo descrito en el predm-
bulo, particularmente un tubo para cdmara Vidicon, que
satisface me jor que los dispositivos conocidos, las re-‘
feridas exigenciss de uso éréctich y proveer métodes de
fabricacidén de un tal dispositivo, métodos que pueden
lleirarse a oabo satisfactoriamente desde el punto de vis
ta tecnolégico.

la presente invencién se basa en el’ reconocimiento
del heého que, primeramente, puede obtenerse una sensi-
bilidad satisfactoris y una capacitancia adecuada si, d_q‘
rante el funcionamiento, el campo eléctrico que prevale-
co en la capa fotosensible, se extiende sobre una gren
parte del camino de lo corriente eléctrica en la parte
de la capa donde los partedores de carga, liberados por

la radiacién, deberien proveer esta corriente y asi no

- es restringida princlipalmente a una pequeiia parte de esg

te camino; en segundo lugar se obtiene una velocidad de
respuesta relativamente rdpida cuandc el material de la
capa fotosensible se comporta intrinsecamente o casi in
trinsicamente como conductor y, en tercer lugar, la co=
rriente de negro pusde ser reducida, al proveerse una
conductividaed del tipo p para el material fotosensible

IRy . B S,
AL S Y
\ A

i

- 8 - ',::"_ )

I
PG Y



o)

<.

10

5

20

25

30

ree s dat

A AR

en el lugar del suministro de corriente negativa (sumi-
nigtro de electrones desde el exterior y/o drenaje de
lagunas desde el material), ‘

De acuerdo con la presente invencién un disposi-
tivo fotosensible del tipo descrito precedentemente se
caracteriza por el hecho de que el material de la capa
fotosensible presenta una conductividad intrinseca o casi
intrinseca sobre una distancie de al menos 4 micrones
én la direccidn de la corriente eléctrica em la capa,
distancia que puede ser subdividide en secciones dif e-
rentes muy adyacentes, y este material intrinsecamente
0 casi intrinsecamente conductor se une & o tormina en
un material fotosensible pronunciadamente del tipo con
ductor p en el lugar del suministro de corrieate nega-
tiva a la capa y se extiende en la direccién de la co-
rriente eléctrica sobre una distancia gque es pequefia
en comparscidn con la distancis mencionada en primer
témino, sobre la cual el material de la capa es intrin
secamente o substancialmente intrinsecamente conductor.
Preferentemente le distancia medida en la direccidn de
la corriente eléctrica en la cepa, sobre la cual el ma
terial fotosensible es intrinsecamente o casi intrinse-
camente conductor, forma la parte ma&or, preforentemen~
te mds que 90%, de la distancis entre los lugsres de su
ministro de corriente negativa y aguellos de suminis$ro
de corriente positiva s la capa. Esto es casl slempre
el caso cuando la direccién de la corriente en la capa
se extiende en la direccién longitudinal de la misma y
esto puede ser el caso cuando, por ejemplo con un tubo
pare cédmars del tipo Vidicon, la corriente pasa en la

A T
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direccién de espesor de la capza. Sin embargo, en el Wl
timo de los casos, tal como se describe en la patente
de la misma solicitante Acta N (ru-18.280),
parte de la capa fotosensible éue ocupa una partg mayor
¢ menor del espesor total d¢ la capa, puede presentar
una conductividad del tipo p ¢ n $an elevada que la re
ferida parte, de hecho, resulta operativa solo para el
suministro de corriente negativa o de corriente positi
vae a la rarte restante de la capa gue, de hecho, ez la
tnica efectivemente fotosenmsible. Una tal parte conduc
tora del tivo p o n altamente conductora, es disefiada
entonces para fu.ncionar como un f£iltro éptico que absor
be la radiacién de largo de onda mds corto en un grado
meyor que la radiacidén de largo de onda mayor, de modo
que el dispositivo presenta una sensibilidad relative
més elevads para ondas mds largas que para ondas més
cortas con radiacidén incidente que pasan a través de di
cha parte de la capa que funciona como un electrodo pa-
ra el resto de la capa.

De acuerdo con otro desarrollo del presente ine
vento, el material de la capa conductora fotosensible
es més o menos conductor del tipo n donde el mismo
estéd en contacto eléctrico con un electrodo o miembro
de suministro de corrisnte positivo, gquedando restrin-
gida la referida conductividad del tipo n del material
fotosensible a la zona inmediatamente adyacente a dicho
electrodo o miembro de suministro de corriente positi-
vo. Esto significa que un dispositivo de acuerdo con
la prgsen“ce invencién, ejecutado como tubo para cdmara

Vidicon provisto de una capa fotosensible que comprende
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un material intr{nsecamente o casi inmtri{nsecamente con
ductor forua la mayor parte del espesor de la referida
capa.

De acuerde con el referido desarrollo, el material
fotosensible puede exhibir una conductividad del tipo
1 donde el mismo estd en coniacto con la placa de seflal,
esfando confinado el referido cardcter de conductor del
tipo pn del material fotosensible a solo una poreién pe
quefia del espesor de la referida capa en la adyacenie
inmediata de la placa de sefial. Une tael conductividad
del tipo n del material que estéd en contacto con un elec
trodo o miembro de suministro de corriente positivo, es
t4 disefizda para restringir o impedir la inyeccién de
lagunes desde dicho elsctrodo o miembro de suministro
de corriente positive hacia el material fotosensible y,
por lo tanto, resulta eficaz para el logro de una co-
rriente de me gro producida.

Ie solicitante ha encontrado que los tubos pars
clmars del tipo Vidicon fabricados por ella, y en los
cuales se podria esperar el cumplimiento de las exigen
clasg de la referida caracterigzacidn del dispositivo de
acuerdo con la presente invencién, tenfan en general,
es cierto, una adeptabilidad prdctica pars su uso, me-
yor que los tubos conocidos del tipo descrito en el
predmbulc, pero que existia la desventaja de que el lar
go de vida podria variar entre tubos individusles y que,
en algwnos casos, estos tubos no alcanzaban o alcanzaban
apenas la duracién minima deseada, mientras qus, ademds,
la velocidad de la respussta fotoconductora & veces no
era satisfactoria. Le deficiencia con respecto a} o]*lgzgo'

~ 9,97
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de vida se manifestaba por 'el hecho de gque la corriente
de negro, iniclalmente suficientemente baja, aumentaba
con el funcionamiento & un valoxr t2l gque un valor inde-
seablemente elevado de le corrienie de negro era alcan-
zado demasiado répldamente. Investigaciones elaboradas
llevadas & cabo por la solicitante han conducido a la su
posicidn de qgue varios factores, que probablemente coope
ran entrs si, sean los responsables de este fenémeno, De
estos féctores puede mencionarse la pérdida de oxfgeno -
de la superficie de la capa fotosensible dursmte el fun-
cionamiento y le influenciz de las impurezas introduci-~
das durante el procedimiento de la disposicién por' evapo
racién den la capa fotosensible, impurezas gue ocurren
en cantidades pequefias, prédcticamente inevitables y por
lo tanto usualmente no reproducibles en el espacio de
evaporacién o sobre el soporte. Se supone, en particular,
que vapor de aguz, que en la préctica no puede ser elimi
nade completamente en el eospacio de evaporacién, es mna
impureza tal, que actia como un formador n cusndo e§ in-
corporado en el material fotcsensible. Puede dejarse da
lado en que grade la dlficultad de reproduccidn del lar
g0 de vida encontrada se debe de veras a los referidos
factores, pero es un hecho que le solicitante ha encon-
trado que puede lograrse un largo de vida mejor y repro
ducible, sin preseniar una velocldad de respuesta len-
ta, cuando ds acuerdo con otro desarrollo del presente
invento, 1l= conductividad intrinseca o casi intrfnseca
del material de la capa fotosensible es obtenids al pro
veerse en la mrte en consideracidén de la capa, uns can

tidad de agua promweciadamente en exceso de le referida
=y & /s
Ly (o
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cantided inevitable de lz misma, as{ como también una
cantidad en exceso de oxigeno capaz de compensar o subs
tancialmente compensar dicha cantidad de agua. Se supo-
ne que tanto por la imtroduccién de una centidad excesi
va. de agua, cantidad que excede considerablemente la pe
quefie, cantidad de agua que resulta inevitable en la fa-
bricacién y que no es reproducible, como por la compen-
sacibén de esta cantlidad comparativamente elevada del
agna absorbida por medio de una cantidad adicional de
oxigeno incorporado, por una parte es afectada favora-
blemente la velocidad de respuesta y, por la otra, la
incorporacibén de oxigeno en la capa, pospone hacia un
instante mucho més:ﬁosterior la apariencia de los efee¢
tos: detrimentales de la pérdida de oxigeno durmte el
funcionamiento del disposi tivo.

Deberiz notarse que en lo que antecede, asi como
en lo é,ue sigue a continuacidn, se hace referencis al
agné absorbida en la capa fotosensible y & una cantidad
adicional de oxfigeno. No puede explicarse con certeza

como ezta ague ¥ ol referido oxigeno son retenidos en

1la cepa. Se supons qQue iones OH y, ciertamente iones de

ox{geno son incorporados en el material fotosensible, y
por lo tanto, forman parte del refieulado crigtalino y
que, probasblemente, parte del oxi{geno en exceso es ab-
gorbida en la smuperficie de los cristales del material
fotosensible. ’

De acuerfo con otre dssarrollo del mresente inven

. %0 la conductividad tipo p pronunciada del materiel en

el 4rea del suministro de corriente negativa, puede ob

tenerse incorporando en este material una menor canti-

597429
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dad de¢ agua, y, preferentemente, una mayor cantidad de
oxigeno que en el material adyacente que posee una conduc
tividad intrinseca o casi intrinseca.

En un dispositivo de acuerdo con la presente inven
cibn, el compuesto metal-oxigeno fotosensible preferen-
temente consiste de monbxido de plomo (Pb0O) lo que permi
te obtener un dispositivo ocuye sensidilidad puede ser
elegida ventajosamente en la mrbte visible del espectro.
De mcuerdo con otro desarrollo de este realizacién de la
ﬁresen‘ce invanciéh, puede lograrse una sensibilidad de
rojo mayor al provesrse la capa fotosensible no solc con
étomos metdlicos del compuesto metal-oxigeno sino también
con una cantidad de 4tomos de uno o més de los elementos
del grupo que consiste en azufre, selenio y telurio.

La presente invencidn se refiere también a métodos
de faebricacién de un dispositivo fotosensible del tipo
descrito en el predmbulo, en que un material fotosensi-
ble es depositado sobre el soporte por evaporacibén en
une atmésfera que contiene oxf{geno. Estos métodos estédn
disefiados pars proveer uns manera tecnolégicamente acep
table para le fabricacién de tales disposi tivos con una
facilidad de reproduccidn satisfactoria. De acuerdo con
este aspscto del presente invento, un método de fabrica
¢ibén de un dispositive foiosensible gue comprende una
cepa de material fotosensible aplicaeda a un soporte por
evaporacién en una atmésfera que contiene oxigeno, capa
que consiste principalmente en un compuesto de metal-
oxigeno que se presta para ser llevado, a voluntad, al
estado conduetor tipo n © p por la incorporacién de im-
purezaes y/o por desviaciones de la estequiometria, dis-

207429
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positivo que ademds estd pfovis‘co de medios para el su-
ministro de corriente eléetrica a la capa fotosensible,
se caracteriza por el hecho de que sl menos paxrte de la
capa fotosensibles, parte que se extisnde stbhre una dise
tancia de al menos 4 micrones entre las dreas de suminig
tro de corriente negative y de suministro de corriente -
positiva a la capa en la direccién de la corriente eléc-
trica gue ocurre en la cape fotosensible durante el fun-
cionamiento del dispositivo terminado, es depositada por
evaporacidén en una atmésfera que contiene, ai)arte de
oxigeno, un gas (gas formador de agua) del grupo que con
siste de vapor de agua, hidrdgeno sulfurado, hidrégenoc
geleniado, hidrégeno telurizado y mezclas de los mismos,
siendo la presién parcial del referido gas formador de
ague, al menos al principio de la deposicién por evapo-
racibén de la referida 1 rte, superior que 10 x 10~ mm Hg
y siendo ajustadas las presiones parcisles del oxigeno

¥ del gas formador de agua relativamente de mode tal que
la parte de la capa fotoconductora gque se foma.durante

este proceso de deposicidén se comporta como un materxial
intrireecamente o casi int rinsecamente conductor, sien-

do tomades medidas paras gue el material fotosenszible sea
distintamente conductor del tipo p en el 4rea del sumi-
nigtro de corriente negativa a la capa terminada y unien
do 1a referida parte de la misma. Ia referida parte de
conductividad intrinseca o casi intrinseca de la capa

fotosensibvle pusde constituir la mayor parcién de 1a re

ferida capa, pero esto no es nscesario. Tal como se ha
mencionado previamente, una parte de esta capa puede te
ner una conductividad rela tiverente grande en la oscuri

»g7429
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dad, particularmente cuando lz2 corriente pasa en la di-
reccidn de espesor de la capa, rerte que entonces sirve
como un electrodo y como filtro dptico. En el Wltimo ca
s0 la referida perte del tipo de conduetividad intrinse
ca 0 casi intrinseca formarsd la mayor porcidn del resto
de. la cape fotosensible. ,

- La expresiln "gas formador de agua' usada en el pd
rrafo frecedenﬁa ¥ éne serd usada més adglante’para los
gases del mencionado grupo, es empleada por razones de
simplificacién y no deberia interpretarse literalmente.
S5i la atmésfera qué contiene oxfgeno, en la cual se lle
ve 8 cabo la evaporacidén, contiene vapor de agua, puede
gsuponerse con certeza que el agua serd incorporada en la
capa fotosensible. Si se emplean unc o méds de los otros
geses del referido grupo, puede suponsrse que la reaceidn
de. estos gases con el compuesto metal-oxigeno depositado
por evaporacidn, fambiédn darid lugar a la incorporacidn |
de agua en la capa fotosensible, si1 bien esto no pueds
probarse con certeza.

El método descrito precedentemente provee resulta~
dos. reproducibles mejorados ya por la simple razén de
que,ren contraposicién al método conocido de acuerds con
el cual el material fotosemsible es depositado por evepo
racién en una atmésfera que contiene solo oxigeno, tal
como fuera el case en combinacién con un gas inerte, por
ejemplo argo, la presibn del oxigeno ss menos erftica.
En el mencionado procedimiento de deposicidén POY evapo=-
racién de, por ejemplo, monbxido de plomo en una atmés
fera gue contiene solo oxigeno, la presidén del oxigeno
debe manternerse muy exactamente a un valor bajo de aproxi

29742%
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‘madamente 1 x 1072 mm Hg con el fin de obtener una cape

que oumple, después de la referida deposicidn, en grado
satisfactorio, las exigencias de cgpacitancia y veloci-
dad de respuesta mencionadas precedentemente, dado que
sun pequefias desviaciones en la presién del oxigeno dan
Por resultado que el material de la capa se torne dis-
tintamente conduetor del tipo n o p. Sin embarge, tanm-
bién en el caso de una presidn no variable y presumible
mente correcta, los resuliados varian., Ia solicitante
ha encontrado gue el espacio de evaporaéﬁn contione
siempre aun después de la desgpsificacién, una pequefia
cantidad de vapor de agua, no superando la presidn del
referido vapor de agua normalmente, el valor de algunos
pocos 10"5 mm Hg. Es este, no intencionalmente presente,
¥y en la pré,ctiba inevitable vapor de agua que, de acuer

do con la suposicién de la solicitente yo mencionada

. prevismente, da lugar e tales resultados no reproduci-

bles. Con el método mencionado precedentemente, de acuey

do con la presente invencidn, se evita el ajuste criti-
co y précticamente, incontrolable de la presién de oxi-

geno y, ademds, es disminuida la influencia de la canti
dad de vapor de agua inevitablemente presente en el es=
pacio de evaporascidn. De hecho, de acuerdo con este mé-
todo es introducida intencionalmente una cantidad de ve
por de agua 0 gas que conduce a la incorporacidn de
agus O, presumiblemente o la formacidn de agua en la
capa de material fotosensible, en el espacio de evapo-
racién, y esta cantidad es un nimero de veces mayor que
la referida cantidad del vapor de agua inevitablemente
presente, de modo que las variaciones de esta {ltima

267429
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¢antidad ya no son importantes. De acuerdo con la presen
te invencién, este efecto puede iogmrse ya con ung pre-—
8i6n minime del gas formador de agua de 10 x 10~ mn Hg;
sin embargo, es ventajosp elegir wna pregién parcial ma-
yor del gas formaedor de agua. Por lo tanto, de acuerdoe
con otro desarrollo de este método de acuerdo con la pre
sente invencién, la atmésfera gaseosa en el espacio de
évapcracién consiste, al principio del proceso de deposi
eién por eveporacién de la referida parte intrinsecamen-
te 0 casi intrinsecamente conductoras de la capa fotosen~-
sible, de una mezcle de gas-oxigeno formadora de ague
qus yresenta una presién total de al menos 150 x 102
mn Hg, siendo la presifn parcial del gas formador de
agua entre 20 a 80% de esta prezién total., De acuerdo
con otro desarrollo de este aspecto de la invencidn, se
obtienen méds ficilmente resultados reproducibles, cuan-
do la referids mezcls de ges-oxigeno formadora de agua
tiene una presién total entre 1000 x 10™2 y eproximade~
mente 2200 x 1072 ma Hg, siendo la presidn parcial del
gas fommador de agua emtre 60 & 20% de la misma, siendo
tanto més bajﬁ la citada presifn parcial cuanto mds ele
vada sea la presién total.

De hecho, la presidn en el espacio de evaporacién
no puecie ger elevada arbitrariamente dado que, por enci
ma de un limite determinado, solo una pequefia cantidad
del compuesto metal-oxigeno gue debe ser evaporado desde
el crisol usual, lls ga a2l soporte. Con una distancia en-
tre el crisol y el soporte de aproximadamente 40 mm. dig

tancie que resulta adecuada para la febricacién de un tu

bo captador de imdgenes de televisién con una ventana cozx\
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un didmetro de 2,5 a 3 cm. el referido limite superior de
la presidén gaseosa en el espacio de evaporacidn se encuen
tra & un valor de aproximsdamente 2500 x: 1072 mm Hg.

Los resultados obtenidos medimnte el método de
acuerdo con la presente invencidn son mis favorables, es
¢lerto, en primer lugar con respecto a la facilidad de
reproduceién, cuando la presién de gas total en el es-
pacio de eveporacibén no es demasiado baja, hall éndose en
contrade, sin embargo, que para las presiones de gas su-
periores, la parte de la misma que se debe a la presidn
del gas formador de agua, dsbe ser elegida para queée sSea
mis pe quefia con el fin de obtener resultados éptimos.

Con una presidén de gas total en el espacio ds evapora-
cién inferior gqus 1000 x 10~° nm Hg, puede elegirse una
presidén parcial del gas formador de agzus B ra que S8
aproximedamente iZual a 80% de la presién total, tal
como se ha menocionado precedentemente. 8i la presidn de
gas total supera aproximedemente 10s 1000 x 107 mm Hg,
uns presidn parcisl tan elevads del gés formador de agua
frecuentemente de lugar a una velocidad de respussta in
deseablemente lenta de la capa folo~juntura depositada.
Esta velocidad de respuesta lenta es tanto més pronuncig
de cumto mds elevada sea la presidn del gas formador de
agua en el espacio de evapofacidn. La solicitante ha en-
contrado que con una prexiln de gas‘ total en el espaclo
de evaporacién superior a aproximadamente 1000 x 10-5 nn
Hg, una presidn del gas formador de ague igual & 60 &
30% de la misma, (siendo este porcentaje tanto menor cuan
to més elevada sea esta resién total), se pusde lograr

una capa fotosensible adecuada para el uso en un tubo pa

a N
M,
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ra cémara del tipo Vidicon para fines de televisidn ha_x;
male s (penodo de marco entre 1/25 s 1/30 seg. ).

I.a solicitente he encon’srado ademés que a me dida
qus otres medidas para la supresién de la corriente de
negro de la capa fotosensible final resulten més efica-
ces, la presifn del gas formmador de agua se torma menos

critica. Se ha mencionado meviame nte que una corriente

" de negro baja es favorecida transformendo el material

fotosengible en Ja ubicacién del suministro de corriente

negativa en uno del tipo 4istint amente conductor 2; en
comparacién con el otxroc material de esta capa.

Mientras una conductividad local pronunciada del
tipo p de la capa fotosensible, de acuerdo con otras rea
lizaciones del método de acuerdo con la presente inven-
¢ién a ger descritas mds adelante, se obtiene prefersen-
temente exponiendo la mmrte de suministro de corriente
negativa de la capa & un bombardeo con iones o 4tomos de
oxigeno, un paso en la. direccién de la obtencién de 1z e
ferida conductividad local del tipo p de la capa fotosen
sible ya es hecho, de acuerdo con otra modificacidén del
método de deposicidn por evaporacibén descrito preceden‘bg
mente, al reducirse la relacién entre la presidn parcial
dal gas fomador de ague ¥y la presidén parcial del oxige.-A
no en el espacio de evaporacién durante lz. deposicidn de
la referida parte intrinsecamente 0 casi intrinsecamente
conductora de la capa fotosensible. Esta disminucién de
le referida relacidn puede lograrse yz sea mediante un
aumento de la presidén de oxigeno o mediante la disminu-~
cién de la presidn del gas formador de agua o mediante

una combinacién de las referidag dos medides. Es ven’ca—) «\
sy oDy 5T L ’

1Y "“

\ !
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joso llevar a cabo tal dlaminucidén de la presién del gas
formador de agux en el espacio de evaporacidn de modo que
la deposicidn por evaporacién del material fotosensible
en el 4rea Qe suministro de la corriente negativa a la ca
pa fotosensible terminzda, ss 1lleve a cabo en una atmésfe
ra que consiste principalmente de oxf{geno, y como miximo,
wne cantidad tan pequefla de gas formador de agua que la
presién parcial de esie gas no sea mayor que 2 & 3 x 1070
nm Heg.

Aparte de favorecer le formacidén del meterial cone-
ductor del tipo p hacia el final de la deposicién del com
puesto metal-oxigeno, la & eminucién de la relacidn entre
les presioﬁes del gas formedor de agua y oxigeno, cuando
se deposita la placa de blanco fotosensible de un tubo de
cdmara, presenta Otras ventnjas. Se ha encontrado qus con
este expediente puede lograrse un aumento de la sensibili
dad ¥y una disminucidn del atraso fotoconductor. Se supo-
na - dsberia observarse e la solicitud deberfa no consi

dargrse como limitadz por las suposiciones precedentes en

‘relacibn a las ceusas probables, como tampoco la solici-

tud quiere considerarse como limiteds por las saposicio-
nes. que 4l guen mds adelente - que durmnte la deposicién
por evaporacidn, la tempe rétura de la superficie libre

de la capas fotosemsible, gue en el interfin ha crecido en
espesor, aymenta debido 2 la conduccién de calor gradual
mentg menor hecia el soporte. Esto puede involucrar que

a modida que lax capa depositada se torna més gruesa, la
cantidad de ox{geno adicionalmente sbsorbido disminuye
concordantemente. Esto puede compenserse medi ante un aumen

to relativo de la presibén de oxigeno, es decir una dismi
| w2 A

2’¢ &
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nmucién de la referida relacién, de modo que la canti:ia. y
de oxigono adicionalmente absorbida y la cantided de
agua absorbids se compensan entre sf como antes, con
excepeibn de la muy dltima parte de la placa de blmeco,
donde la cantidad adicional de oxfgeno absorbido domina
én un grado mayor o menor con el £in de obtener la cone
duetividad tipo p deseads.

Deberis notarse que dentro del alcance del método
preoedénte de acverdo oon la presente invencién, puede
reemplazarse, durante o despuds de la deposicidén por eva
poracibn de le parte intrinsecamente o casi intrinseca~
mente conductora de la capa fotosensible, el gas formaw
dor de ggua usado dursmte la primera fase de 1a deposi-
oién de dicha mrie, por un gas formedor de agua de com=
posicidn distinta.

Sagiin otro aspecto del presente invento no es es=
trictamente necesario para la fabricacidn del dispositi
vo fotosensible del tipo descrito en el predmoulo, que
un gas formador de agus deberis ser usado durente la de
posiocidén por evaporacién de la capa fotosensible, tal
como ocurre en ol referido método de acuerdo con la pre
sente invencidn. BEste gas puede ser puesto en contacto
con el m}ateﬁ.al ye. depositado de la capa fotosemsible
mediente un procedimiento separado. Con el fin de asegu
rar la conductividad pronunciada del $ipo p del material
de la capa, donde log electrones son suministrados a la
capas durante el funcionamiento del dispositivo (es de=~
cir en ls ubicacidn del suministro de corriente negati-
va), el referido procedimiento separado puede llevarse
g cabo con caracter intermedio, es decir im}olucra una

~
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capa fotosensible todavia no completemente depositade,
y después de esta exposicién se completa la deposicién
de la capa. -

Por lo tamto, un método que iﬁcozpora este aspec-
to del invento se caracterize por el hecho de que al me
nos una poreidén de la capa fotosensible, porcidn que se
extiends sobre una distancis de el menos 4 micromes entre
las dreas de suminis tro de corriente negativa y de sumi-
nistro de corriénte positiva a-la capa; en el dispositivo
terminado y en la direccién de la corriente eléctrica en
la capa fotosensible durmte el funcionamiento del refe~
rido dispositivo, es depositada por eveporacidn en uns
atmésfera que. contiene oxfgeno y, tal como fuera el caso,
un gas formader de agua y/0 un gas inerte, este Gltimo a
una presién inferior que 2000 x 1077
presibn parciel del oxigeno igual al menos a 100 x II.O"5

mm Hg., siendo la

mme Hg y la presidn parcial de cualquier gas formador de
agua no supersndo, preferentemente, la presién del oxi-
geno, siendo expuesto el material as{ depositado, si fue
re necesario a una temperatura superior, a una atmésfera
geseosa que contiene oxizeno y un gas {gas formador de
agua) dal grupo gue comnsiste en vapor de agua, sulfuro
de hidrégeno, hidrégenc seleniado, hidrégeno telurizado
o¢ mezclas de los mismos, siendo la presidén total de es-
ta atmésfera gaseosa igual & al menos 150 X 1070 mm Hg,
mientras que la presién parcial del gas fomador de agua
se encuentra entre 20 y 50% de la referida presién total, -
después de lo cual, tal como fuera el caso subsiguiente-
mente a la deposicidn por evaporacidn de una porcidn res

tante de la capa fotosensible a ser obtenida finalmente -
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en una atmésfera de oxfgeno substancialmente libre de
gas formador de agua, Se toman medidas para transformar
el material fotosensible en un conductor pronunciademen
te del tipo p en la ubicacién del suministro de corrien
te negativa de la capa. En wna realizscidén ventajosa del
método de acuexrdo con la presente invencién %tal como ha
sido descrita precedentemente, la exposicién de 1a capa
depositada por evaporacién a una atmdésfera gque contiene
un gas formador de agua se lleva a cabo uns vez gue la
capa fotosensible haya sido depositada completamente o
substancialmente en forma completa y, ademds, en la ubi
cacién del suministro de corriente negativa, la capa es
expuesia a un bombardeo con dtomos de oxigeno o iones

de oxigeno. Debido a este bomberdeo una cantidad adicio-
nal de oxfgeno es introducida en la superficie bombardes
da. de la capa sobre una profundidad de 1O a 200 L. rTa1
bombardec puede llevarse a cabo por medio de una descar-
ge gaseosa en wna atmésfers que contiene ox{geno, mien-
tras que la mrie restante de la cape fotosensible consg
tituye uno de los electrodos para la descargs gaseosa.
Tal bonbardeo puede lograrse tamnbién al dlsponerse un
éuex'po eléctricamente calentado, por ejemplo un alambre

incandescente, en una atmésfera de oxigeno de una presidn
de 4000 & 6000 x 10~ mn Hg, frente a las rartes que de-

ben ser bombardeades, impartiendo este cusrpo una veloecl
dad térmics elevada a los dtomos de ox{geno. En ambos
casos, pwede resultar deseable enfriar el soporte, por

ejemplo por medio de un liquido o una corrviente de aire.
81 la superficie de la capa fotosensible debe ser hecha

conductora del tipo p solamente en determinados lugares

-
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por ejemplo en el caso de electrodos negetivos lineales,
las pertes ds superficie no expuestas al bombardeo, pue-
den ser protegidas medisnte uns néscara.

Mientras que, en principio, el bombardeo de ox{ge-
no de la cepa fotosensible depositada por evsporacién pue
de preceder la exposicién de la capa a une atmésfera ga-
seose que contiene oxfgeno y'un &es formador de agua, su
poniéndose que con este bombardeo es introducida una can
tidad adicional suficiente en la capa con el fin de tener
ﬁna conductividad del tipo p suficlente de la superficie
de la capa restante despuds de la exposicién al gas for-
mador de agua, results més ventajoso en relacién con el
Wiino f£in, exponer la capa prime ramente al gas formador
de agua, después de lo cual se lleva a cabo el bombardeo
con oxigeno, Es mas complicado pere resulta més seguro
para obtensr el resultado deseado, llevar a cabo el bom-
bardeo con oxigeno més de uma sola vez y poner la capa
fotosensible, entre tales bombardeos, en contzcio con una
etmbéafora gaseosa que contiene oxigenc y un gas fomrmador
de agug. Dado que el bombardeo con oxigeno introduce une
cantided de oxigeno suficiente én la superficie, no siem
pre resulta necesario exponer le capa fotosansible a una
atmésfera que contiene oxigeno, ademds de un gus formador
de agua, 1o que significa que esta atmésfera puede consig
tir substancialmente s0lo de un gas formador de agua.

Deberdis notarse que un bombardeo con oxigeno de la
capa fotosensible depogsitads por evaporacidén o partes de
le misme para obtener localmente porciones superficiales
que contienen una cantidad reletivemente elevada de oxi-

geno adicional y que, por lo tanto, son pronunciadamente
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conductores tipo p, es, de acuerdo con la presente inven-~
cién, muy adecusde para ser combimada con el primer méto-
do mencionsdo precedentemente, segin el cual durante &l
menos parte del procedimiento de deposicién por evapora-
cibn, el espacio de evaporacidén contiens unz cantidad,
intencionalmente introducida, de un gas formador ds agua.
Otra posiblilidad para proveer la conductividad ti-
PO p deseada en la capa fotosensible en la ubicacidn del
suminisiroe de corriente negativa consiste en un dopado
relativamente intenso y localmente restringido de la ca~-
pa con talio. De acuerdo con la presente invencidén esto
puede lograrse'no sole en combimcidén con el primer méto
do citedo precedentemente, segin el cuwal un gas farmador
de agua estd presente & propbésito en el espacio de evapo
racién con la excepeién de la \ltima perte del procedi-
miento de deposicién por evaporacién, sino tembién en
combinacién con el otro método citado precedentemente se
gin el cual la capa fotosaisible todavia no completamen~
te depositada, es expueste a wna atmdésfera gaseosa gue
contiene oxigeno y un gas formador de agua, 21 deposi-~
tarse la @ rite relevante de la capa fotosensible gque tie
ne un espesor de aproximadamente 100 i por medio de 1a
eveporacidén del compuesto de metal-oxigeno en una atmég
fera qué solo contiene oxigemo, mientras que se mgrega
talio o un compuesto de talio, por ejemplo éxido de ta-
lio, al compuesto wetal-oxigeno que debe ser evaporado,
presentando esta adicién mds que 0,5% en peso, y prefe-
rentemente 3% en peso, del material que debe ser evapo-

rado.
En los métodos descritos precedentemente y de acuer
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do con la presente invencién y en otras realizaciones

de los mismos, es importante que despuds de completar la
deposgicidén por svaporacidén de la capa fotosensible o des
puds de la formacién del material condustor del $ipo p
deseado en la ubicacidn del suministro de corriente ne-
gativae, puede suprimirse un tratamiento témico & una tem
peraturs relativamente elevada y que tal tratamiento aun
debe ser considerado como indessable, De acuerdo con la
febricacibn conoocida de los tubos captadores del tipo
Vidieon, descrita en el predmbulo, la capa fotosensible
@8 horneada durante una Glitima etepa & una temperatura

de 2008C a 3000C en unz atmésfers de oxigeno a una pre-
sién d6 aproxinademente 50 a 200 x 107 mm Hg Gurm te

unz & dos horas, presumiblemente en base de la suposi-
cibn que este tratamiento térmico provee una composicién
homogénea del material de blanco y, por lo tanto, una plas
ca de blanco mfs o menos homogénea. Bste tratamiento tér-
mico, que comstituye la ltima etapa, no da resultados re

producibles, y la solicitante ha enconirado gue este tra

" tamiento, por rezones todavia desconocidas, da por resul

tado la formacidn de las asf{ llamadas manches blancas.

Ia expresién “"manches blancas® significa que las sefiales
eléctricas gezlera.das por tal tubo de cdmara producen, cuan
do son aplicadas a un tubo de rayos catédicos, una imédgen

que presenta manches blancas debido a una corriente de ne

gro localmente elevada de la placa de¢ blanco. Dado gus en

los métodos de acuerdo con la presente invenci&n no se
lleva a cabo un tratamiento final a uns temperatura ele-

vada de la capa fotosensivle, tales manchas blarces no

- constituyen una fuente de molestias en un disposi¥ivoe £o

oy
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tosensible fabricado de acuerdo con la presente invencién
y ejecutado en la forma de un tubo para cdmara del tipo
Vidicon. También por otras razones, resulta indeseable
una dltima etapa de horneado témico de la capa fotosen
sible, dado que ésta puede neutralizer completa o parcial
mente la diferencia deseads en el tipo de conductividad
exﬁ:re la mesg del materizl de la capa y el material foto
sensible en la ubicacién del suministro de corriente ne-
gativa, respectivamente en contacto con el electrodo o
niembro de suministro de corriente positivo.

La presente invencidn se describiri més detallada
mente éon referencia a une pluralidad de realizaciones
reférentes g tubos de odmars que poseen una place de blan
co de monéxidé de plomo y con referencia a una célula fo-
tocondﬁctora., y también con referencia a los dibujos gque
se acompafian, en los que:

La fig. 1 muestra esquemédticamente un corte longi-
tudinal de ume realizacifn del presente invento ejecuta-
do como wn tubo de cédmars.

Lo fig. 2 es.-unz vista de una parte del coxrte de
la plaéa de blanco de este tubo, y

Las figs. 3a y 3b mussiran esquemdticemente el eg
pectro‘de energia de los electrones sobre el espesor de
esta placa de blanco sin y con unz tensidén aplicade al

electrodo de sefial durante el funcionamiento del tubo,
Las figs. 4 ¥y 5 ilugtran realigaciones de métodos

de acuerdo con la presente invencidén pars la fabricacién
de tubos de cdmara; ls fig. 4 muestra una etapz del pro-
cedimiento de deposicidén por evaporacidén del material de
la place de blanco y el disposd tivo usado con este fin, ¥
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o8



g,

10

15

25

30

Ia fig. 5 ilustra una etapa subsiguiente que prece
de el sellado hermético del tubo de cdmara que debe ser

fabricado.
Ia fig. 6 es una vista del corte transversal de .

una, paite de una célule fotoconductora, y

Ta fig. % ilustra una etapa de una fabricacidén po-
gible de esta célula.

El tubo de cémara mostrado en las figs. 1, 2y 3
comprende una ampolle cilindrica alargada y evacuada 1
de vidrio, cuyo extremo de la izquierda estd cerrado por
un pié de vidrio 2 que aloja los pernos conductores 3.
Tos perncs conductores estén eonecfados 8 varias partes
de un conjunto electrédico 4, montado en este extremo de
la ampolla de vidrio 1. Este conjunto electrédico, mos-
trado eszquemiticemente y que comprende, inter alia, un
catodo 5, una grilla de comando & y un anodo perforado
7, que estd conectado eléctricaments & un electrodo de
pared 8, es capaz de generar un haz electrénico 9 para

la exploracién de una place de blanco fotosensible 10 en

. el otro extremo de la ampolle 1, Ia placa de blanco 10

consiste en una capa de monoxido de plomo (PhO) con un
espesor de por ejemplo 10 a 20 micrones, gie es deposi-
tada por evaporacién sobre un slectrodo de sefial 11 trang
parsnte y eléctricamente buen conductor, que se extiende
a lo largo del paramento interior de la ventana 12, fore
meda por el extremo de la derecha de la ampolla 1. El
electrodo de sefial 11 puede corsistir de una capa nwy
delgada de metal depositado por evaporacidn, por e jemplo
oro; mas comunmente se utiliza una cspa delgada de 6xido
de estafio conductor. A este electrodo de sefial 11 estd

24742%
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consctado un conductor de suministro de corriente 13,
gue atraviesa la mared de la ampolla. Deberis notarse

gue el espesor de la placa de blanco puecle ser mayor

que el valor de 10 a 20 micrones citados solo a titulo
de ejemplo. Con un tubo, destinado principalmente para
tratar uns imagen formada por rayos X resulta ventajoso
un espesor meyor, por ejemplo hasta 200 micrones. Ie pla
ca de blanco puede tener un espesor mayor por otras:s ra-
zZones; po;; ejemplo; entre una capa de material foitosensi
ble que corresponde a la placa de blancoe 10 que deberd
ser descrita mids adelante con referencia a la realiza-
cibn mostrada en las figs. 1 & 3 ¥y el electrodo de se-
fisl 11, puede colocarse una cepa de un materisl fotosen-
gible similar gue presenta una conductividad pronunciada
n, funcionando esta capa intermedia como un filtro 6pti-
co y como un suministro de corriente positiva a la porecién
eficaz 10 de esta placa de blanco més gruesa.

Con el fin de obtener sefiales eldéctricos que corres
ronden & uns imdgen, la que es proyectada por medio del‘
gistema Optlco rerresentado sen la fig., 1 por el lente 14
a través de la ventana 12 y el electrodo de sefial 1l so-
bre le pleca de blenco 10 del tubo, son aplicadss tensio
nes adscmadas 2 los electrodos del conjunto 4, mientras
que por medic de una fuente de tensibn 15, a travéds de
un resistor de sefial 16, ol slectrodo de sefial 11 Teci-
be una tensidn positive y con respecto al catode 5 del
orden de 10 a 100 V, por ejemplo 30 V. Por medio de bo-
binag deflectoras y de enfoque convencionales gue rodean
el tubo (mostradas en la fig. 1 de modo comin y designa=

fag por la referencie 17), el haz electrénico 9 es des~
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plazado para explorar la superficie libre de 1la placa
de blanco 10. Durante la exploracién esta superficie
s cada vez establlizada sobre el potencial del ecatodo
5, mientras que es generada una sefial eléctrica que pue
de ser derivada a través de un capacitor 18 del resis-
tor de seiial 16.

Ia fig. 2 muestra en escala ampliada parte del cor
te de la pleca de blanco 10, el electrodo de sefial 11 y
la ventana 12 del tubo mostrado en la fig. 1. Deberis

notarse qixe los espesores de las distintes partes no es

tén ilustrados en la relacién correcta. Le placa de blan

co 10 consiste principalmente en monéxido de plomo y pue
de ser provista sobre la superficie libre, es decir la
supe rficie explorada por el haz electrénico 9, con una
capa extremadaments delgada de un metal 20 depositaé.o
por evappracién, por‘ejemplo plata. Esta capa 20 tiene
un espesor de aproximadamente 100 i s de modo gue la mig
me 1o presents conductividad eléetrice alguna en la direc
oién de su plano. Una tal cepe metdlice 20 no es necesa-
rie, sin embargo, y puedé per omitida frecuentementa, mas
en particular cuando la‘ superficlie de la placa de blan-
co 10, tal como serd descrito mds adelante, ha sido ex—
puesta a un bombardeo con oxigeno.

Con excepcidén de una capa superficial 21 con un es
pesor g (que estd ilustrad en la fig. 2 en una escala
considerablemente sumentada) y wne zona delgada en con-
tacto con el electrodo de sefial 11, la placa de blanco
consiste en monéxido de plomo, que presente el tipo de
conduetividad eléctrica que serfa encontrada en monéxi-

do de plomo intrinseco o casi intrinseco., En realided,
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esta parte de la placa de blanco no consiste de mondxi-
do de plomo intrimsecamente o casi intrirs ecemente puro,
sino de monéxido da plomo que comprenden intencionalmen-
te una cantidadde agua que excede la cantidad de la mis=
ma que resulta inevitable durante la deposicién del mondxi
do de plomo. Sin embargo, esta cantidad de agua intencio~
nalmente incorporada, es compensada 0 ligeramente sobre-
compensada por la absorcibén simultédnes de una cantidad
en exceso adecuads de oxfgeno. Sin en;bargo, la capa su-
perficial 21 consiste en mondéxido de plomo en el cual,
medisnte la incorporacién mayor de oxigeno en exceso y/o
de otras impurezas adeouada;s, ha sido sobrecompensada ia
influenci a de cualquier agus contenida en le misma, de
nodo gue esta capa superficial es pronunciedamente con-
ductora tipo p. El espesor a de la capa superficial 21,
en comparacifn con el espesor total de la placa de blan
co 10, es pequefio, aqul como méximo entre 0,1 a 0,2 mi-
crones. El espesor a puede ser tanto menor cueanto mids in
teriso es el caracter de conductor tipo p del mondxido de
plomo de 1la capa superficial 21, Cusndo esta caps supere
ficial 21 es obtenida, por ejemplo, con ayuda de un bom-
bardeo con iones de oxfgeno o dtomos de oxigeno de velo=-
cidad elevada tal como se describird mds adelente, la ca
pa 21 pusde tener un espesor no mayoxr de 10 a 200 i.

las figs. 38 y 3b ilustiran el diagrama de energia
de los electrones a través del espesor de la placa de
blanco 10; la fig. 3a muesira 1o mismo sin diferencia de
potencial y la fig. 3b con una diferencia de potencial
de V volt (electrodo de sefial 11 & & volt con respec—
t0 al catodo 5 del tubo) entre la superficie libre de la

5 Q5 F“ fse
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placa de blanco y el electrodo de sefinl 11, En la fig.,’
3a el nivel i"emi Ep estd indicado por una linea inte-
rrumpida, Bn la capa superficial 21, donde el mondxido
de plomo es pronunciadamente conductor tipo p, ocurre
un pico de potencial pronunclado; és venta joso cuando
sobre el lado del electrodo de sefial 11, tal como se
ilugtra, ocurre una caide de potencial. Esto es el caso
cuando el monéxido de plomo en la adyacencia inmedista
del electrodo de sefial 11 exhibe una conductividad ti-
po _:g-z Esto puede occurrir autométicamente como fendémeno
de contacto, cuando el electrodo de sefial 11 consiste
en éxido de estafio conductor o en otro material pronun
ciadamente conductor tipo n, por ejemplo wn metal tal
como el plomo, bismuto o antimonio, que ejerce un efec-
to formador n sobre el monéxido de plomo adyacente. Tal
como ocurre con excepcidn de las referidas capas super-
ficiales de la placa de blanco, el monéxido de plomo en
la placa de blanco aparece intrinsecaemente o casi intrin
secamente conduector, lo é;ue involucra que en la mayor
parte de la placa de blanco la capacided de almacenamien
to para la earga espacial es pequefia. Tal como se ilus-
tra mis en particular en la fig. 3a, la carga espacial
en la parte intrinseca, mediante la cual son compensa-
dos los saltos de potencisl en les capas superficiales,
se extiende substancislmente a través de esta parte in-
txrinseca.

Con wna tensién de V volt entre la superfiicie li-
bre de la placa de blanco y el electrodo de sefial (Fig.
3b) substancialmente toda la parte intrinsecamento o ca
si intrinsecamente conductora de la placa de blanco ad-

2 % fz}; b= 2
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quiere esta tensibn justamente como resultado de esta
capacidad de almacenaje reducida para cargas espacisles,
mientras que el campo eléctrico en la misma tiene un cur
80 aproximadamente lineal. ILa altura relativa sl nivel

de Fermi de la cresta de po%encial en la caps superfi=-
cial 21 y también la profundidad de la cafda de poten—
cial directamente = bre el slectrodo de sefial permane=-

ce entonces substancislmente sin csmbiar, de modo que es
tas capas superficiales no presentan tensién alguna o to
man solo una parte muy pequefin de la tensién V. El pico

de potencial en la superficie libre de la placa de blan-
co constituye, por asi decirlo, una barrera para los elec
trones absorbidos por la placa de blanco durante la explo-
racién desde el haz electrbénico 9 e impide asi una corrien
te de negro formada por electrones. Por otra parte, el va
lle ds potencial sobre el lado del slectrodo de sefial 11
constituye una barrers pars cualesguier 1aguhés que tien
den 2 ser inyectadas en el material de la placa ds blan~
co desde el electrodo de sefial, de modo que en su totali-
dad, esta estructura de la placa de blanco asegura une ¢o
rriente de negro reducida,mientras que el campo eléctrico
generado por la tensidén V sobre la placa de blanco se exe
tiende substancialmente a través del espesor de la placa
de blanco. Este dltimo provee una sensibilidad satisfac-
toria para la radiacidén de imagen que penetra hasta una
profundidad reducida asi como también para la rmdiacién
que penetra profundamente en ol material de blanco, es de
cir pars la radiacién de imagen absorbida en mayor, rese
yectivamente menor grado, por el material fotosensible.

Por otra parte, la capacitancia de la placa de blanco es,

~ () 57 G4
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.

sor de la placa de blanco, de modo que esta capacitan—

cia puede tener realmente valores idtiles.

Dado que el campo elécirico sen la placa de blane
co, que se debe a la aplicacién de una tensién al elec
trodo de sefial 11, se menifiesta a través de la porcidn
intrinseca o subsiancialmente intrinseca que forme subs
tencislmente toda. o la porcién mayor de la placa de blan
co, suhgtancialmente todos los portadores de carga libe-
rados desde la placa. de blanco por radiacidén incidente
producirdn uns corriente externa (es decir en el circui-
to del electrodo de sefial, & través del catodo hacia el
haz explorador). Consecuentemente, en el ejemplo descri-
to, toda la.placa de blanco 10 puede ser considerada co-
no ®funcionande efectivamente®. Esto no siempre debe sex
el éaso, dado gus la pleca de‘blanco puede estar formeda
por una capa de monbéxido de plomo depositads por evapo-
raeibén sobre el slectrodo de sefial, consistiendo esta ca
pa, desde el punto de vista eléctrico, em dos porciones
diferentes que se encuentran una detréds de la oftra en la
direccidén de espesor, es decir una primera porcidn sobre
el lado que mira hacia el cafidn electrdénico y que corres
ponde: completamente = la placa de blaenco 10 descrita pre
cedentemnante con referancizm a Jas figs. 1 & 3 y una se-
gunda poreidn entre dicha primera porcidn y el electrodo
de geflal y qie consiste en monbéxido de plomo pronuncizda

mente conductor tipo n que, consecuentemente tiene une
conductividad eléetrice relativamente elevada. Tal segun

dz porcidén con una conductividad tipo n relativamente ele

vada. pusde obtenerse mediante la incorporacién, sin com-—

<7429
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pensecidn por oxigeno, en el mondxido de plomo durante
la fase de deposicidén de una cantidad relativamente e?{._e_
vada. de agua o de otra impureza que da lugar & ung Cone
ductividad tipo n, tal come bismuic o depositando el mo
néxido de plomo de esta porcibdn con una deficiencia de
oxigeno (desviacién de la estoquiometria). Ia poreién
mencionada en primer término, que' corresponde & la pla-
ca“» de blsmco 10, constituye la porcidn efectivamente
operativa. de esta placa de blanco ya de por s{ de mayor
espezor, mientras que la segunda porcién, comparativame;n
te buena éonductora, constituye un filtro éptico y pro-
ves, simnlténeaments, el suministro de corrients positi-
va para ls porecidn mencionada en primer término. Tal co
mo se ha mencionzdo previamente, el uso de una tal cepa
conduc Fora que funciona como un filtro éptico constitu-
ye el objeto principal de la solicitud de patente Acta
e A (PH~18.280) de la misma solicitante.

Un dispositivo fotosensible gue posee exclusiva-

" mente mondxido de plomo como un materisl fotosensible

presenta una sensibilidad para el rojo relativamente ba
ja. Bn esta relacilén se logra una mejora al proveerse,

de ascuerd con el presente invento, en la parcibn efec-
tivamente operative de la capa fotosemsible uns cantidad
relativemente reducida de azufre, selenio y/o telurio,

Presumiblenente, se forman alli entonces, cristales mix
tox de mondéxido de plomo y sulfuroe, seleniurc y/o telu-
ruro de plomo. Esta absorcién de azufre, selenic o telu
rio en la capa fotosensible que conaiste principé.lmente
en mondéxido de piomo, por ejemplo en la placa de blanco

10 descrita precedentemente, pw de lograrse por ¢jemplo

[
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mediante el uso de hidrfgeno sulfurado, hidrégeno sele-

niedo y/o hidrégeno telurizado durante la deposicién por
evaporac;ién sobre la place de blanco de la manera que se
describird detalladamente més adelante.

Lz estructura eléctrica de la porcibn efectivamen—
te ope ratira de ls placae de blemnco fotosensible de los
ejemplos descritos precedentemente puede designarse con
el término p~i-n, en que la regién i tiene un espesor
total de al menos 4 micrones y constituye la meyor par-
te del camino de la corriente eléctrica en esta porcién
efectivamente operativa. No es necesario que ol mondxi-
do de plomo del %ipo de conductivided intrinseca o casi
intrinseca esté confinado a una regidn dnica de exten-
sién apropisda en la direccibén de la corriente eléctri-
¢ que, en este caso, es la direccidén de egpesor de la
placa de blanco. En general, la porcidn efectivamente
operativa de la capa fotosensible del dispositivo de
acuerdo con la presente invencién deberia tener una o més
de estas zonas delgadas del tipo conductor i, estando
ubicada al menos una de tales regiones en el drea del su
ministro de corriente negativa a la capa y ocupando una
o mds de estas reglones i, dichas regiones tomadas con—
juntemente, la mayor parte del camino de la cerriente
eléctrica en la porcién efectivamente operativa. Pueden
existir regiones n en la capa, pero estas no deben con-
siderarse como formando parte de la porcidn efectivamen
te operativa de la capa fotosénsible, si ellas tienen
dimensiones en la d reccibén del camino de la corriente
eléctrica, que no pueden ser despreciades. La porcidn

efectiva de la capa fotosensible puede'tenei‘, tomando

PSS
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desde la ubicacién del suministro de corriente negative
haeis el suminigtro de corriente positiva, una estructu
rg eléctrica caracterizable como pei=p=in 0 p~in-p-i-n
siendo esta Wltima une fomma bivalente de la estructura
de la placa de blanco 10 descrita precedentemente. De
hecho es posible también una estructura mayor que la do-
ble. El ejemplo IX indica el método mediante el cual pue
de lograrse tal estructure.

Log flgs. 4 ¥y 5 sirven pera ilustrar um plurali-
dad de reelizaciones de métodos de acuerd con la presen
te invencién que serdn descritas més adelante. Egtas rea
lizacd ones tienen todas en comin la deposicién por evapo
racién de una placa de blenco que consiste principalmen=
te en mondxido de plomo, sobre la ventana de una parte
eilindricé de un tubo de cdmara que tiens una ampolla de
vidrio (fig. 4), estando provista este ventana de un elec
trodo dé sotial y el desplazamiento posterior de esta am-
pollz hacis distintos conjuntos de bombeo gue, con ante~
rioridad a este desplazamiento ha sido provista de un
pie de vidrio que estéd sellado a ls ampolla, soportando

al referido pié el conjunto electrddico gue debe ser mon-

tado en el tubo (fig. 5). Estas caracteri{sticas comunes serdn

descritas en prinier término.

Une ampolla Ge vidrio cilindrica alargada 41 provis—
ta de una ventana plana 42, posee ‘en su extremo abierio un
mismbre ¢ilindrico amolado 43, por medio del cual la misma
es dispueste de una manera hermética en un miembro amolado
correspondien‘c.e 44 en el extremo de un conducto 45 que se
comunica con una bomba de vacio (no mostrada). Sobre el

paramento interior de la ven ta.na..4.2 estd provisto un eleg

28742
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trodo de sefial del tubo de cédmara a ser i‘a.bricado,“ que
estd formado por um electrodo transparente 46 de 4xido

de estafio conductor. A una distacia de aproximademen-

te 40 mm ‘por deba jo del electrodo 46, estd dispuesto en
la ampolla 41 un crisol de evaporacién de platino.4.’} que
estd soporizdo por dos conductores de suministro de co-
rriente 48 y 49 de diferentes metales, por ejemplo pla-
tino y platino=-rodio. Estos conductores estén soportados
en un elemento de puente 50 que estd soportado por wn ani
1lo de vidrio de soporte 51 en el interior de la ampolla
41. Este anillo de soporte estd sostenido por un par de
alambres de sostén rigidos 52 que estdn asegursdos en un
anillo 53 montado en el interibr del conducto 45. ILos con
duetores 48 y 49 se extienden en una direceidn axil a tra

vés de la ampolls 41 en direccidén descendente y atravie-

‘san separadamente la pared del conducto 45. Sobre el bor

de amolado chato superior del anillo de soporte 51 estd
dispusesto un cilindro de vidrio 54, que rodea el crisol
de evaporaci 6n 47, cilindro que puede ser ¢errado por una
vélvule mévil o tapa 55 de material magnético, preferents
mente niguel, lo gque estd ilustrado esquemdiicamente.

Ia pmred del conducto 45 estd atravesada por ires
tubos de vidrio que se extlenden hacis ol inbterior de
la ampolla 41 hacie arriba haste aproximadsmente la mi-
tad de la sltura de la migma. E1 primer tubo 56 se comu=

nica fuera del conducto 45 con un medidor de vacio 57,

‘por ejempio un manémetro pirani. Un segundo tubo 58 tex

mina en el interior de le ampolla 41 en un cafic capilar

50 y se comunica en el exterior del conducto 45 a través

de una trempa de vapor 60, que pusde ser em?rie;éa ccm q
2874£%
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liquido, con un conducto 61 que posee una vdlvula 62. Es-
te conducto 61 se comunice mds alld de la vdlvula 62 con
un mandémetro 63 y, a través de una vdlvula 64, con un re.
eipiente 65 que contiens oxigéno y ademis, con un condug
to 66 que estd cerrsdo medisnte una vélvula 67 . E1 ter-
cer tubo 70, que termina en el interior de la ampolla 41
en un tubo capilar 71, se comunica a través del conducto
45 mis allé de une vélvuia 72, con un mandmetro 73 y un
recipiente T4, que sirve como buffer, que se comunica con
un recipientes 75 que contiene une solucién acuosa saturae
da. 76 de cloruro de litio. El recipiente 75 estd rodeado
por un cuerpo. 77 de material t&rmicemente buen conductor,
por ejemplo cobre. El cuerpo 77 estd provistio de un deva-
nzado calefactor T8, que estd conectado & través de un re
sistor varigble 79, & una fuente olédoirica. En lugar de
comunicarse con el recipiente 75 que contiene la solucién
de cloruro de litio, el recipiente buffer 74 puede comu-
nicarse, si fuera deseable a través de una vélvulé de con
trol, con otro tipo de recipiente. El rediplente buffer
.’7.4 puede comunicarse ademis, tampién a través de uns vA4l
vula de control, con un recipieﬁte que contiene un gas
formador de agua o una mezcla gaseosa que difiere de la
descrita precedentemente, es decir hidrézeno sulfurado,
hidrégeno seleniado © hidrdgsamo telurizad o mezclas de
dos o mds de estos gases. La porcibn superior de la am-
polla 41 con le venmtana 42 estd rodeada por un bafio 80
que consiste en une camisa cilindrica 81 que lleve en su
fondo una empaguetaduras de goma 82. La camisa 81 contis=
ne un liquido 83, por ejemplo glicerina 0 aceite de slill
cona, el gue puede ser llevado a uns temperatura determi

29742¢
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nada. por medio de una espirgl calefactora 84 y que pue-

de ser mantenido = esta temperstura. Is ampolla 41 estd
rodeada el nivel del crisol de evaporacién 47 por wna
bobina calefactora de alta frecuencia 85, qus puede es-
tar conectada a un generador de alta frecuencia (no mos
trado). Mediante calentemiento inductivo, una centvidad
de monéxido de plomo en el erisol 4% puede ser deposita-
de por evaporacidén sobre la ventana de la ampolla 41. Con
enterioridad a la coloccacidén del monéxido de plomo en el
erisol 47, la ampolls ¥y todos log miembros contenidos en
ella puede ser desgasificado por calor, por medio de un
horno colocado con este fin elrededor de la ampolla 41,
con evacuacidn simulténea de la aﬁpolla.

" Una vez que el mondxido de plomo hays sido depoai-
tado desde el crisol 47 sobre el paramento interior de
lg ventana 42 que lleva el electrodo de sefial 46 y la pla
ca de blanco 91 asi{ fommade, ha sido sometida tal como
fuera. el caso, g1 tratamiento posterior que serd descri-
to mds adelante, y wna vez cerrada la comunicacién (no
mostrada) del cafio 45 con la bomba de vacio, la ampolla
41 y la parte comunicante del conducto 45 son llenados
gradnalmente con un gas inerte protector, hasta que la
presién en el interior y el exterior de la ampolla sean
iguales. Este gas inerte protector que rellens la ampollea
41 sirve para proteger le placa de blanco 91, depositada
poxr evaporascidn sobre el electrodo de sefial 46 contra la
influencia de la atmésfera durmte la transmisidn de la
ampolla 41 hacia otro conjunto'de bombeo ilustrado en
la f£ig. 5, donde el conjunto electrédico con el caifién

electrénico es montado en la ampolla. Este otro conjun-

a- 297429
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to0 de bombeo comprende un conducto 100, que se comunica
con una bomba de vacio (no mostrada) y cuyo extremo Su-
perior abierto estd formado por un miembro pulido 101 en
el cuzl se adapta el miembro pulido 43 en el fondo de la
ampolla 41. A través de la pared del conducto 100 pasan
separadamente una piuralidad de alambres rigidos conduc=-
tores de corriente 102, que se sextienden hacia arriba en
el interior del conducto 100 y terminan al nivel del miem
bro pulido 10l. Estos extremos de los alambres de corrien
te 102 son huecos y estdn adeptados para acomodar los ex-
tremos inferiores de una plurelidad de pernmos conectofes
104, dispuestos en un pie de vidrio 103. El pie de vidrio
103 soporta un conjunto electrbédico 105, que comprsnde
un cafidn electrénico y que estd ilustrado en la fig. 5‘
solo de maners esquemética. El anodo cilindxico 106 de
este con;]ﬁnto - que reemplaze aqui al electrodo de rared
8§ del tubo mostrado en la fig. 1 - puede estar provisto
de un crisol de evaporacién en miniatura 105 formado por
una hoja plegada de tantalo qus contiene, por ejemplo,

6 miligramos de plata. Este crisol, es usad para depo-
gitar por evaporacidén una capa de plata extremadamente
delgada sobre la placa de blanco 91, si esto fuers de-

seable. En algunos casos, por ejemplo, cuando, tal como

.ge describird méds adelante, se lleva a cabo un bombardeo

con oxigeno de la placs de blanco depositada por evspora
cién, no se deposita una capa de plata sobre ls placa de
blanco, si blen esto, en principio, no es objetable des-
pués de un bombardeo tal.

El extremo del conducto 100 este rodeade por wna

camisa amplia 108, formada por ejemplo por un trozo 26

. 297429
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de un tubo cilindriéo de vidrio, que estd soportad por
medios no mostrados y gue estd abierto en su extremo su-
perior. Esta camisa rodea al conjunto eleetrédico 105 y
ge extiende mds alld del mismo. En su exbremo inferior
la camisa 108 lleva un buje 109, por ejemplo de polieti-
leno 27, que estéd sujetado alrededor del conducto 100,
por ejemplo por medlo de un anillo de goma 110.

Antes que la anpolla 41 con la placa de blanco 91,
rellena con w1 gas protector a presidn atmosférica, es
transferida desde el conducto 45 (fig. 4) al conducto
100 (fig. 5), el conjunto elsctrédico 165 es desgasifi-
cado. Con este fin, une ampolla auxiliar es dispuesta so
bre este conjunto, smpolla gue se adapia al extremo su-
verior del conducto 100 y gue puede presentar le misma

forma que la ampolla 41. Este empolle suxiliar es luego

evacuada y el conjunto electrddico 105 es desgasificado

a continuacidn, por ejemplo por medio de un horno que

rodea la ampolla auxiliar o una bobina de calentamiene

to con radiofrecuencia. Dsben tomarse las medidas nece

gariag para que, si esté‘presenxe el crisol de evepora-
cién 10% aon plata,'su calentamiento no sea tan iptenso
como para producir una evaporaciba de la plata. Después
de la desgasificacidn del conjunto electrddico, un gas

inertelprotector; preferentemente un gas protsctor que

debe ser sometido a un tratamiento de getter, por ejem-
plo nitrégeno, es hecho pasar a tiavés del conducto 100
hacis la ampolla auxiliar mientras que la presidn de este
gas protector es aumentada hasta la de atmésfera del am=
biente. Mientras se continda el suminisiro de gas protec

tor, la ampeolla auxiliar usada durante el procedimiento
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de desgasificacién es levantada ligeramente con respecto
a la pieza terminal 101 del conducto 100 - esto puede fa-
cilitarse usando una pequefla presidén excesiva del gas pro
tector - de modo qgue el gas protector fluye lentamente ha
cia la cemisa 108 y reemplaza allf el aire contenido en
la misme en su parte mayor. Cvando la camisa queda relle-
na substancialmente en formé total con el gas protector,

le ampolla auxiliar es retirads cuidedosamente en la di-

‘reccidn ascendente y reemplazade por la ampolla 41. Con

este fin, la ampolla 41 es retirade del extremo del con-
ducto 45 del conjunto ds bomba de vacio y transferida en
posicién vertical al conjunto de bombeo provisto del con
junto electrbdico 105, donde la ampolla 41 es hecha des-
cender lentamenie sobre sste conjunto. Si se quiere apli-
car una caps de plata a la placa de blanco, la empolle 41
es evacuada en lo que sea posible a través del conducto
100 y rellenada con oxizeno a una presién de 100 a 200 x
1072 mo He. Mediante un celentamiento inductivoe del elec
trodo cilindrico 106 en el drea del crisol de evaporacién
107,“1avplaxa es eveporada y depositada a travéds de la
grille metdlica 111, que cierra el extremo superior del
cilindro anédico 106, sobre la placa de blanco 91. Ia ven
tana 42 de la ampolla 41, si fusra necesario, es enfria-—
da, por ejemplo con ayuda de una corriente de aire diri-
glda sobre esta ventane. la cantidad de plate en el ori-
S0l 10% es dimensionada de modo tal que se forms sobrs

la placa de blance 91 una cape de plata gue corresponde

a la oaﬁé 20 de la fig. 2; el espesor as de aproximada-
mente 100 4. De cuslquier modo, el espesor de esta cape

debe ger tan ﬁeqneﬁo gue, en la direccién de su plano,
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esta capa no exhibe conductividad eléetrica

En la Gltima etapa de esta instalacién de bombeo,
la empollae 41 es evacuada y luego terminada. De la mane
ra conocida en la fabricacién de tubos electrdnicos sin
pico de evacuacién, la pared de la ampolla 41 es sella-
da al reborde vertical del pie de vidrio 103. E1l pie de

 vidrio 103 puede estar provisto de un pico de evacuscién

proviste de un capilar esférico, por medio del cual pue-
de llevarse a cabo cualquisr otro tratamiento medisnte
otra instalacién de bombeo, por ejemplo una activacidn
del getter en la ampollg 41 y una evacuacién éptime du-
ran te un tlempo més largo con calentamiento simultdnso
del tubo a wna tempsratura de, por ejemplo, 100 a 1508C,
mientras que, si fuera deseable, la ventana puede ser en
friada. |

Por medio de los conductores de corriente 102, gque
estdn conecitados eléctricamente a los pemos 104, después
de la evacuacién del tubo, puede controlarse el funciona
miento del tubo eléctiricamente, mientras que ademis, du-
rvante emgie etapa puede activarse, por ejemplo, el catodo.

El gas protector usado en la ampolla 41 y en la ca-~
misa 108 antes y despuéds de la tramsferencis de la ampo-
lle 41 = le instalacién de bombeo que comprends el cone-
Junto electrddico 105, sirve, por una parte, para proite-
ger la place. de blanco 91 depositada por evaporacibén con
respecto 2 la atmbésfera y, vor la otra, para impedir que
el conjunto eleetrédico demgasificado 105 absorba gages
nmolestos: desde el aire circundente. Deberfa notarse que
2 sabido usar como gas proetector durante tal transfe.;'e_x}

cia, un gas rero, por ejemplo argo o helio. Sin embargo,

N N
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en el presente caso ge usa prefersntementie un gas protec
tor cuyos residuos en el tubo para cdmara terminado pue-
den ser eliminados mediante el empleo de un getter. La
solicitante ha encontrado que con el uso de un éas, tal
el largo de vida del tubo puede ser meyor que con el uso
de unos de los referidos gases rares. Se supohg que los
residuos de los gases raros en el tubo pars cémara, dado
que los mismos no son eliminados por getters comunes,
producen iones durante el funcionamiento que probablemen
te. bombardean la placa de blanco que asi pierde ox{geno.
Esta pérdida de oxigeno, més en particular desde la su-
perficie libre de la placa de blanco, a la large puede
dar por resultado un sumento de le corriente de negro.
Deberia notarse que la transferen&ia de la smpolla
con la‘placa de blanco depositada por evaporacidn hacia
wna instalacién de bombeo provistaldel conjunto electrd~
dico (fig. 5) mientras se hace uso de un gas protector,
es citada solo a t{tulo de ejemplo. Bn lugar de transfe
rir el tubo, la instalacién de bombeo donde se realiza
l1a depogicidén por evaporacién, puede estar congtrufda

de manera tal que 61 conjunto electrédico quede dispues
t0 desde el principio en el mismo espacio de vacio que

el utilizado para el crisol de eveporacidn, de modo que
después del procedimiento de deposicién por eveporacién,
el criso; de evaporaci&n puede ser retirado de la ampo=-
1la 41 sin interrumpir el vacio y el conjunto electzﬁdi
co puede ser dispuesto en su lugar. Tal método estd des
crito por ejemplo, en le patente ingiesa Ne 853.d§0.
Deberia mencionarse ademds gue bajo cie rtes condi-
ciones; el uso de un gas protector durante la transferen

- 46 - LY 7de 9
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cia del tubo desde la instalacién de bombeo mostrads
en la fig. 4 hacia la instalacidén de bombeo de la Pig.
5 puede omitirse sin resultados perjudiciales. Esto pue

de ser el caso, por ejemplo, si la superficie de la ca=-
pe fotosensible es sometida, con enterioridad a la treans

ferencia, a un bombardeo de oxigeno de meodo t2l que uns
cantided grande de oxfgeno es absorbida en la superfi-
cie de la referida capa.

Se describirdn a continuacidén alguncs pocos ejem~
plos de métodos de acuerdo con la presente invencidn pa
ra le fabricacidén de la placa de blance 91, que estd di
sefiada para funcionar eficientemenie en su conjunto, por

medio del dispositivo mostrado en la fig. 4.

EJEMPIO I.

En el crisol de evaporacidn 47 se disponen entre
400 2 600 mg de monbéxido de plomo pure (Pb0), siendo

tanto mayor le cantidad cuanto ma.yor es la presién de

la atmésfera gaseosa en la a.mpolla, indicada més adelan

te, al principio de la etapa de deposiciln por evepora-
cién. Ia cantidad indicada de monéxido de plomo estd
prepar;ada para ung placa de blanco de un didmetro de
aproximedamente 3 cm y un espesor de 15 a 20 micrones.
Para una placa de blanco de mayor espesor se ubica una
cantid ad corrns;pondientemalte mayor de monéxido de plo=
mo en el crisol 47. Este monéxide de plomo puede haber
sido eveporado y depositado en vacio, si fuaera deseszble,
con fines de purificacidén. Una vez gque la empolla 41 ha-

ya sido ubicada sobre el conducto 45, se instala la bobi
na 25 y el baiio 80. La bomba de vacio que se comunice

. oD G A
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con el conducto 45 es puesta en funcionemiento y en el
interin el devanado calefactor 83 calienta el bafio 80
que rodes la véntana 42 & una temperatura entre 602C 3
1902C, preferentemen te 8 wna temperatura aproxime.d;a de
1202C. Tembidn el cuerpo 77 que rodea sl recipiente 75
con la solucién de cloruro de litio saturada, es calen~-
tado entonces para obtener une presién de vapor de égua
determinada, por ejemplo de aproximadamente 12 mm Hg,
en el recipiente buffer 74.

Una vez que se hz verificado por medic del medi-

dor de vacio 57 si la ampolla 41 ya ha sido evacuade sa~-

tisfactoriamente, es inmtroducido oxfzeno en 1a ampolla a

través del conducto 45 mediante el ajuste de las vdlvu-
lag 64 y 61, mientras se continda con el bombeﬁ que se
obtiene en la ampolie; una presién de oxigeno constante
gue o8 igual a por lo menos 150 x 107 mn Hg, preferen~
temente entre 800 & 1000 x 10”2 mm Hg. Medlante el ajus-
te de la védlvulas 72 y ajustando, si fuera necesario, la
temperaturs del recipiente 75, es introducido vapor de
ggua en la ampells 41. Do hecho, puede usarse otro ti-

po de recipiente de vapc-:r de agua en lugar del recipien~

- te 74, 75 con la solucidn saturada de cloruro de litio

pera la introduccidén de vapor de agua a través de la VAl

vula 72 en la ampolla 41. La inmtroduccidn de vapor de

agua constituye al menos 26%, 'y como méximo, 805 de la
presibén total en la ampolle @ue resulte de la admisidn
tento de oxfgeno como de vapor de agua; este porcentaje
es itanto menor, cuanio mayor sea la presién de oxfgeno
previamente ajustado. Con una presidén de oxigeno de 800

a 1000 x 10~ mm Hg, el suminisiro de vapor de sgua & la

2474Le
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ampolla 41 preferentemente es controladoc da modo tal gue
se logra wna presién total de aproximadsmente 1100 a
1300 x 10™° mufg.

Mediante la ezcitacién de la bobina de calenta-
miento de alta frecuencia 85, el crisol de evaporacién
47 es calentado de modo que el monéxido de plemo se fun
de y es llevado luego a una temperatura a la cual esta
cantided de monéxido de plomo es evaporada en aprax imaw
damenter 3 a 4 minutos, preferentemente en 180 a 200 se~
gundos., habiendo sl do predeterminada experimentalmente
este temperaturs con anterioridad por medio de cargas
anteriores del crisol 4f con la misma ‘cantf_r.dad de mondxi
do de plomo. Ia temperaturs del crisol 47 puede ser ine
dicada por nedio de los alambres de sostén 48 y 49, que

funcionan como temoelemento. Tan pronto como el crisol

hays llegade a la temperatura de evaporacién deseada de

monéxido de plomo, la tapz 55, que hasta ahora egiaba
cerrandc el crisol 47, es levantadas por medio de imén
dispuestc fuera del tubo, de modo que el monéxido de plo
mo puede desplazarse desde el crisol 47 hacia el electro
do de sefigl 46, Bin embargo, antes que se evapore toda
le cantidad de mondxide de plomo, es reducido o bloquea-
do el suninistro de vapor de agua a la ampolla 41, por
ejemplo por medio de la vélvula 72, de modo que durante
la fltima etapa del proceszo de deposicidn por evepora-
eidn, la vresidn de vapor de agua en la smpolla 41 dis-
mineye. Bste disminueién deberfa ser tal gque, cuando e
ha obtenidc un depdsite sobre la Ultime parte de la pla
ce de hlanco, no deberfa estar presents ushbstancialmen-
teo vapor de agus alguno, lo que significa en este caso

29742%
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gue la presién de vapor de agua en la ampolla 41 no de-
beria ser mayor que 2 X 1077 mm Hg y, preferentemente,
deber{s ser inferior. Depende también de la veloecidad

de bombeo de 12 bomba de vacio consctada al conducto 45,
en que instante despuds de la iniciacién de la deposicién
por evaporacidn y en gue grado deberla ser disminufda la
introduceidn de vapor de agua & la ampolla 41, La soli-
citante ha encontrade que se forma una placa de dblanco
satisfactoria en la ampolla 41, cuando la disminucidn

de la presidén de vapor de¢ aguz eén la ampollas se inicia
aproximadamente 45 segundos despuésg de la iniciacién de
la deposicidn por eveporscidn, es decir el levantamien-
to de la tapa 55.

Es importante que durante el proceso de deposicidn
por evaporacidn, descrito precedentemente, para el monéxi
do de plomo desde el crisol 47 sobre la ventana de le am
polle 41, la ventana sea mantenida a una temperatura no
inferior a los 608C y no mayor que 1902C, A una tempera-
tura inferior a los 602C, le capa depositada puede asu-
pir una estrmctura vidi'iosa, de modo que s misma es bag
tante transparente, lo gque involucra que 1z sensibilidad
para. 1a radiacidn visible em baja. A una temperatura su-
perior a los 1902C, el monéxido de plomo es depositado
en la forme de crigteles comparativamente grandes, de di
mensiones aproximadamente lguales al espesor de la pla-
ca de blanco. Durante el funcionamiento del tuboc se pro
duce una eatmétura visible en la 'imagen, aumentando el
riesgo de la aparicidén de las as{ llamadas "manchas blan
cas". Por lo tanto, duraate la deposicién pc;r avapora-
cié;z sobre la placa de blanco, la ventana prefefentemen—

287440
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te es mantenide a una temperatura comprendida entre los
limites mencionados previamente, por ejemplo @ una tem-
peratura bastante constante de aproximadamente 1202C.

Una vez gue toda cantidad de monéxido de plozﬁo ge
haya evaporado desde ¢l crisol 47, la bohina de calenta
miento con alta frecusncia 85 es desconectada y es termi
nado el suministro de oxigemo a la ampolla 41 cerrando
la vilvula 62. Ademés, sl bafio 80 es retirado de la ven
tana 42. Luego la ampolla es evacuzda y rellenada con
nitrégen{a presién atmosférica. A continuacién, la am-
polla &s transferida de la manera descrita con referen~
cia & la fig. 5, al dispositive que c¢omprende el conjun~
t0 electrbdico, donde el tubo es terminado. La placa de
blaneco puede ser provists de 12 manera descrite con una
capa de plata extremadamente delgada. ‘
EJEMPIO II.

En este o jemplo, una cantidad de monéxido de plomo
s dispussta en 2l crisol 4.‘7;, cantidad que justemen te no
o8 suficiente para depositar wna place de blanco comple—~
ta sobre el paramento inferior de la ventana de ls ampo-
1la 41, por ejemplo 90 a 99% de la cantidad requeride pa
ra une placea de blanco completa.’

Este monbxido de plomo es evaporado de la meners
degcrita en el Ejemplo I y depositado 80bre la ventansy
de la ampolla 4l en una atmésfera ge.seoga, que consiste
al iniclarse el proceso de deposicidén, de uns mezcls de
vapar de agua y oxigeno con una presién total de 1000 a

1500 x 10~

ox{geno. La pregién de vapor de agus 8s, por lo tanto,

| 297428

mm Hg, de la cual 70 a 80% corresponden al
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aproximadamente 300 x 10™2 mnHg. Durante el proceso dé
deposicidn, similarmente el Ejempio I, le presidén de va-
por 3¢ agua en la ampolla 41 es disminuida, pox ejemplo
cerrando la vdlvula 72 an grado determinado, de modo que
a2l final, ¢ hacia el final de la deposicidén por evapora-
cién de la ltima cantidad de monéxido de plomo desde el
cerisol 47 en la ampolla 41, el gas consiste substancial-
mente solo de oxigeno, mientras que la presidén de vapor
de ague en la ampolla no es mayor, como miximo, que 2

x 107 om Hg. Una vez que toda la cantidad de monéxido
de plomo se haya evaporado desde el crisol 47, es termi-
nado el celentamiento inGuctivo del referido crisol, el
1iquido 83 del befic 80 es llevado a la temperatura ambien
te 0 reemplazado par otro liquido, por ejemplo agua, a
‘sémpe.ratum amblente, y en el interin, nitrdgeno es in-
troducido en la ampolla 41 a través del comducto 45,
siendo elevada la presibén del nitrégeno hasta la presiédn
atmosférica prevaleciente. Luego son retirados el bafio
80 y 1la bobina 85 y la a.mpoila. 41 es levantada en posi-
cién ve;'tical en grado suficiente como para introducir
une nueva cantidad Ge mondxido de plomo en el crisol 47.
Esta segunda carga del crisol es considerablements ne-
nor que la primera carga, pvor ejemplo 10 a 40 mg; ade-
més, la misma consiste de monéxido de plomo con adicidn
de 6xido de talio (‘1’120). Esta adicién puede ser algunos
pocos porcientos en peso, preferentemente 3% en peso.

La tapa 55 esg reemplezada en su posicidn en la cual le
inisma cubre el crisol 4:‘7 ¥y la ampolla 41 es hecha des-
cender sovbre el extremo del conducto 45, Ia hobinz 85 y

el baflo 80 son 1levados a sus posiciones 1n1c:z.ales v 121(2 @

-52 -



10

15

20

25

30

ventana 42 de la ampolla es calentada nuevamente a una

tempe retura de eproximadamente 1200¢ ¥ mantenida a es-

ta. temperé.tura. La ampolle 41 es evacuada en lo miximo

posible =2 través del conducto 45, después de lo cual,

a través del capilar 49, se introduce oxigeno en un gra
do tel que la presién en la ampolla es aproximadamente

1000 x 10 muHg,

En esta etape de la fabricacidn del tubo pars cé-
mera, ya no es introducido vapor de ague alguno en la
ampolle. Mediante una excitacidn de la bobina 85, es fun
dido el contenido del criaol 4‘7_. Levantando la tapa 55
con ayuda de un imén, 6xido de plbmo comun a cantidad
proporcional de talio, es depositedo por evaporacién so
bre la cepa de monéxido de plomo previamente aplicada a
la ventane de la ampolla. Esta disposicidén poxr evaporacidén
es terminadz cuando se ha aplicado & la porcién de la pla

ce Ge blanco previememte depcsitada, una cape con un es-

pesor de sproximadamente slguncs centenares de & de mo-
néxido de plomo dopado con talio., Si se introduﬁem una
cantidad 1ligeramente mayor de monéxido de plomo dopado
con talio en el erisol 4";, egta deposicidn por evaporae
cibn puede terminarse fdcilmente retirando el imén que
sostiene abierts la tapa 55 o, como alternativa, desco-
nectando 1la bobina 85 a su debido Viempo o introducienw
do, en el instante correcto, une cantidad tel de oﬂge-
no en la ampolla 41 que la pregién en la ampolla aumen-
ta répidemente & un velor de eproximadamente 3000 x 10~
mm Hg, de modo que ya no es evaporado mondéxido de plomo
algumo desde el crisol 47. E1 bafio 80 y la bobina 85
nuevamente son retirades y, después de la evacuaciédn &112 g
2974&
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la ampolla 41, la misma es rellenada gra.dualmente con
nitrégeno y luego es transferida, en posicidn vertieal,
de l= manera descrita precedentemente, s la instalacién
de bombeo mostrada en la :E'ig.‘ 5, donde el tubo de ter-
minado., Si fuera deséa:ble, pwede aplicarse entonces una
capa de plata extremadamente delgada a la place de blan
co de la manera ya descrita precedentemente.

En lugar de 6xido de talio puede agregarse al mo-
néxido de plomo en el crisol 4% un compuesto de un ele-
mento diferente que actia, pare el monéxide de plomo,
como formador p, o un elemento tal puede agregarse al
monéxido de plomo en el crisol, para completar la depo
sicién por evaporacidén de la placa de blaco. Por ejem
plo, puweden agregerse al mondxido de plomo plata, cobre,
diéxido de eilicio o fluoruro de plomo. Sin embargo, con
niras & la obtencién de una vida lo més larga posible,

se prefiere el 6xido de talio.

EJEMPLC IIT.

Similarmente al Ejemplo Il, primersmente se dispo-
ne una cantidad de mondxido de plomo purc em el crisol
47y cantidad que es ligeremente inferior, por ejemplo in
ferior en algunos pocos porcientos, que la cantidad re-
guerids pera la devosicidn por evaporacidn de l2 placsa
de blenco completa. Este monbxido de plomo es después
depositado por evaporacidén scbre un electrodo de sefial
46 en lé ampolla 41, Estae etape de deposicidn por’evapo-
racién puede, pero no obligatoriamente, ser llevada a
lae prdctica, similarmente a 1o que ocurre en los e jem—
plos anteriores, en una atmésfera que comprende, aparte

- 9 Q.
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de oxigeno, una cantidad intencionalmente introducida
de vgpor de agua. El mondxido de plomo puede ser depo-
gitado en este caso, por ejemplo en una aitmbésfera que
consiste en oxigeno y, gi fuers deseable, un gas inerte

por ejemplo argo; la referida atmésfera puede obtensrse
medianie la introduccién, despids de la evacuacidn de

la empolla 41, & través del comducto 58 y el tubo capi- -
laxr 59, de solo oxigenc y, si fuera deseable, a través
de otro tubo capilar, argo en un grado tal gue la pre=-
sién de oxizeno en la ampolla llega & un valor compren—
dido entre lQO ¥y 200 x. 1077 mn Hg. Después de la deposi
cién por evaporacién del mondxido de plomo desde el eri
sol 47,, el bafio 80, por medio del cual en este caso la
ventana es mantenida a una temperatura inferior que en
log Ejemplos I y IL, siendo sin embargo esta temperatu-
ra no inferior qué'd,OQC, y la bobina 85 son reemplazados

por un horno que rodes la ampolla 4l. Una vez que la at

‘mésfera de oxigeno en la ampolla 41 haya sido reemplazsg

da por una mezela de vapor de agua y oxigeno con una pre
sidn total de 100 a 200 x 1072 mm Hg, 30 e 40% de le cual

resulte de la presién de vapor de agua, la placa de blan
co depositada durante la etapa precedente es mantenida
en este horno a una tempesrature de aproximadamente 3008C
durente aproximadamente 30 minutos. Debido & este trata~
miento, durante el cual gas formador de ague es absorbi-~
do en la capa depositada, la composicidn de la atmbéaferm
en la cual la capa ha sido deposifada previamente ya no
es de gren importancia. Por lo tanto, este aimésfera pu-
do haber contenido, aparte de oxigeno, a voluntad, uns .
cantidad intencionalmente introducida de gas formado? {Z @
2,974
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de agua; sin embargo, la presidn parcial del mismo perma-
nece inferior que la de ox:'.geno. Una vez que la capa depo
gitada es expuesta, tal como se ha descrito, a una a‘tmésfg
ra de vapor de agna y ox{geno, el horno es retirado y ls
ampolla 41, después de ser rellenada con nitrégeno a pre-
sién atmosférica, es levantada en posicidén vertical duran
te un tiempo corto con el fin de introduclr una pequefia
cantidad, por ejemplo 10 a 40 mb de monéxido de plomo pu-
ro en el crisol 45. Inmediatamente a continvacién, la am-
polla. es ubicada nuei}amente gobre el extremo del conducto
45, el bafio 80 y la bobina 85 son nuevamente ubicadas en
posicidén y despuds de una evacuacidén éptima de la ampolla
41, es introducido =o0lo oxigeno, de modc que la presién
en la ampolla es ajustada entre 100 & 200 x 10~% mm Hg.

En esta atmdsferg de- oxigeno, una vez excitada la bobina
85, es depositada por eveporacidn, una capa adicional de
mondéxido de plomo sobre ls placa de blanco ya depositada y
le nisma es tratada t2l como se ha descrito precedentemen-—
ts. Bl espesor de esta capas adicional no e¢ mds que 10% y
preferentemente meﬁor que 1% del espesor de la placa de
blanco finalmente obitenida. Esta cepe adicional preferen—
temente tiene un espesor de algunos pocos centenares de
L. Ia temperatura del bafio 80 es ajustada a un valor tan
‘;za,jo; por ejemplo inferior que 402C, que la capa menciona
da. vltimamente tiene una estmctui‘a vidriosa, de modo que
la misma funciona como una capa probectore para la porcién
subyacente de la placa de blanco. Despuéds de la deposicidn
de e3ta capa. adicional, ls ampolla '41 a8 transgferida a la
inastalacién de bombeo de la fig. 5, donde la ampolla es
termminada de la maners descrita, una vez que, primeramen- @

28742°
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te, haya s1ido depositeda uns capa de plata extremadamente
delgada sobre la placa d¢ blanoco. Deberis notarse que en
egte caso el uso és un gas pro‘cectc;r durante 2sta trang-

ferencie puede ser suprimido.
EJEMPLC IV.

Bn el crisol 47 se dispone una cantidad de mondxido
de plomo puro, gue es suficiente para la formecidn de uns
placa de blanco completa sobre el electrodo de sefial 46,
aplicado al paremento interior de la ventana de la ampolla
41, Este monéxido de plomo es depositado por evaporacidén
sobre la ventens mantenidas & wna temperatura de aproxima-
damente 1208C por el bafio 80 en una etmésfera de vapor de
agua. ¥ oxigéno, tdl como se indice en el Ejemple I o en

lg primers parte del Ejemplo II. Con esta daposicidn de

.la placa de blanco, similemmente & 108 Ejemplos I y II,

la presidén de vapor de zgua en la ampolla 41 pueée ser re
ducida de modo que la Wltima porcién de la placa de blan-
co es depositad# en una atmésfera de oxigeno substanciale
mente libre de vapor de agua. Sin embargo, en este Ejem-
plo, puede resultar suficiente una disminueién menor de
la presién parcial de vapoxr de agua durante la deposicién,
por ejemplo una disminucidn hasta la mitad de ls presicS:i
parcial inicial de vapor @e agua. Aun no regults objeta-
ble tener une presidn de vapor de sgum constente dura te

toda la etaps de deposicidn, lo gue significa que la come

~ posicibn de la atmésfera gaseoses gue existe al principio

es mantenids duranie todo el proceso de deposicidn. Eato

o8 permisible dado gue en esie Ejemplo la placa de blmco,

después de la deposicién de la mismm, es expuesia a \;_n(r
ﬂ@?&gg
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bombardeo de oxigeno, debido sl cual una cantidad de oxi-
geno tal es ebsorbida en la capa superficisl de la placs
de blanco, gue esta capae superficial adquiere la conduc-
tividad p requerida. Si el material de la placa de blanco
es deposi’oado en una atmésfers con una presién decrecien
te de vepor de agua durante la etapa de depwmsicidén, un
bombardeo de oxigeno més cortc o menos imtenso puede re-
sultar suficlente en comparecidén con el caso segin el cual
la presidén parcial de vepor ds agua substancialmente cons-
tante dursmte todo el proceso de deposicién.

El bombardeo de oxigeno sobre la placa de blamco de
positada puede ejecutarse por medio de uns descarga gaseo
sa en una atmésfera de oxigeno, entre la placa de blanco
¥ un electrode dispuesto frente & la placa de blanco y a
una distancia determimda de esta Wltima. Este procedimien
to de descarga gaseosa puede ejecutarse después del proce-
a0 de deposicidn con la disposicidn mostrada en la fig. 4,
mientras que el crisol de eveporacién 47 sirve como el ele
trodo dispuesto frente a la placa de blanco. Si la ampolla
41 estd rellens con oxigeno a una presién de aproximedamen

te 5000 x 10~

nm Hg, se obtienen resultados favorables

con una intensidad de corriante en la placa de blanco de
aproximadamente 8 /uA por ¢m? (es decir una corriente to-
tel de aproximadamente 6Cf /uA para unz placea de blanco con
un didmetro de 3 c¢m) durante un periodo de 10 a 60 segun-
dos., Para hacer ;a.sér la corriente de la descarga gassecsa

a través de la placa de blanco, usualmente serd necesario
iluminar esta placa, y la luz de la descarga gaseosa pue-

de contribuir a disminuir suficientemente la resistencia

de 1la placa de blamnco. La descarga gaseosa puede ser ZT?Z-@

297
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rada, con la referidas presién de oxig?*eno ¥y con una distan
cie entre el crisol de evaporacidn 47 y la placa de blan-—
co de aproximadamente 40 mm en la referida disposicién, me
diante una fuente de tensién continue de aproximadamente
1000 V conectada en serie con wn resistor serie de aproxi
nadamente 6 MOhms. Preferentemente se conecta el polo ne-
gativo de esta fuente al elecirodo de sefial 46,

De hecho, la descarga gaseosa puede lograrse sin usar
la dis;;osieidn de la fig. 4; la ampolla 41 con la placa de
blanco depositada puede ser transferida, usdndose un gas
protector por ejemplo nitrdgeno, a otra instalacidén de bom
beo provista de wn electrodo adaptade para quedar ubicade

frente & la placa de blanco. La descarge gaseosa no nece-

. serizmente debe ser alimentada por una tensidén continuz;

tensiones alternas pueden dar resultados similarmente fa.
vorebles, Le descarga gaselss puede ser intensificada u
obtenida solamente por medi o de una bobina de alta frecuen
cia gue rodea la ampolls 41. Deberie notarse que el bom-
bardeo de oxfgeno deseado de la superficie de la pleca de
blanco depqsitada puede logarse sin gque se use una descar-
g8 gaseosa, si bien el método “de descarga gaseosa, debido
a las facilidades que ofrece y su posibilidad de control,
es el preferible. Por e¢jemplo, es posible disponer en la
ampolla, @me con este fin es rellenada con oxigeno a una
presibn de 4000 a 6000 x 10~ mm Hg, frente a la placa de
blanco, un cuerpo calentado eléctricamente (calentado por
ejemplo inductivamente o mediante el pase dé corriente con
tinua), por ejemplo un alambre 0 anillo metdlico buen con-
ductor incandescente ¥ proveer, mediante sl calentamiento
de este cuerpo, que la placa de blanco sea bombardeads cpg

99742
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dtonos de oxigeno que tienen uns velocidad térmice ele-
vada. E1 bombardeo con oxizenc de la superficie libre de
la place de blanco taubién puede llevarse a cabo después
de la transferencia de la ampolla s la instalacidn de bom

beo de la fig. 5, 8i el bombardeo es llevado a ¢abo por

medio de una descargs gaseosa, el electrodo de malla 111,

que cierrs ¢l cilindro anbdico 106, puede ser usado como

‘uno de los electrodos mraz la descarga gaseosa. Si debe

llevarse a cabo un bombardec térmico, el cilindro anédico
106 puede ser calentado con alta frecuencia a, por ejem-
plo 6002C a %0090 con una presién de oxigeno en la ampo-
1le de éproximaéameﬁte 5000 x ZI.C)'"5 mm Hg. La duracién de
este tratamiento puede variar entre aproxiﬁadamente 5 has
ta gproxlimadamente 25 minutos. »

8i todavia no se ha llevade a cabo, l; ampolla 41
es transferida, después del bombardeo con oxigeno de la
superficie de la placa de blanco, con el usoe de nitrége~-
no como un ges protector, a la instalacidén de bombeo de‘
le fig. 5, donde 1la misma es terminsda de la manera des-
erita previamente sin la aplicacién de la capa extromada~
mente delgada de plata descrita precedentemente (el cri-
sol de evqporacién lO% no debe estar proviéto en este ca
s0). Si el bombardeo con oxigeno ha sido intenso y he si
do.ejgcutado con anterioridad a la conexién de 1k ampolls
a la instalacibén de bombeo de la fig. 5, frecuentementes

serd superfluo el uso de un gas protector.
EJENPLO V.

En el crisol 47 ge disponen aproximadamente 450 ng
de monfxido de plomo puro, cantidad que es suficiente pg

207429
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ra depositar uwne placa de blanco completa de un espesor
de aproximadamente 20 micrones sobre la ventana de la em
polla. Este mondxido de plomo es depositado por evapora-
cién sobre le ventana, cuye temperatura es mantenida en~
tre 40 a 60RC, pero cuya temperaiura puede ser superior,
en una atmésfera que consiste preferentemente de solo oxi
geno mag, si fuerae nscesario, un gas inerte, oz decir una
atnésfera similar a la usads para la deposicién de la ma-
yor parte de la élaca de blanco en el Ejemplo III. Simi-
lamments al Ejemplo III, la atmésfera gaseosa puede con-
tener vapor fde agzua o un gas formador de agua diferente
dentro del alcance del presente invento. Una vez que la
placa de blanco haya sido depositada completamente, la
misms es expuesta, gimilammente a la etapa relevante del
procedimiento del Ejemplo III, a una mezcla de vzpor de
agua y oxigeno de una presién de 100 a 200 x 10~ mm Eg
(20 a 40% de le cusl resulte de la presién de vapor de
égua}. Este tratamianto ss llevado 2 cabo 2 una tempera-
tura de 2500C a 3002C durante 50 a 30 minutos. Después de

este tratamiento, 1la superficie de la placa de blanco en

la ampolla 41 es sometida a un bombardso con oxigeno de

la manera descrita en la segunda mmrite del Ejemplo IV.
Despuéds de este bombardeo, la ampolla es transferidé a2 la
instalacién de bombeo de la fig. 5, donde el tubo es ter-
minado sin la deposicidn de una capa extremadamente delgs
da de platz sobre la placa de blanco.

Mediante la exposicién descrita de la placa de blan
co completada a una mezcla de vapor de agua y oxigeno, la
referida placa adquiere méds probablemente una composicién
homogénea. El material de la placa de blanco tiene enton-

207429
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ces propiedades de conductividad que puwe den esperarse con
monéxido de plomo que es intrinsecamente conductor o li-
geramente conductor del tipe p. Debido al bombardeo sub-
secuente con oxigeno la superficie libre de 1la placa e
blanco, as decir solo esta superficie, es hecha pronun-
ciadamente conductora del tipc p, de mbdo que se obtisne
la capa superficial 21 mostrada en las figs. 2, 3a ¥y 3b.-
Esta capa superficial del tipo p tiene un espesor que pre
sumiblemente no es mayor gque algunes pocog cenbtenares de

4, tal como se ha indicado precedentemen te.
BIEMPLO VI,

En este ejemplo de un método de acuerd con la presen

te invencién, el procedimiento en lo principal es similar

al de uno ée los sjemplos I, II y IV, siendo, sin embargo

la diferencia, que el monéxido de plomo introducido en el

crisol 4# no es depositado sobre el slectrodo de sefial 46

en una atmésfera gaseosa que contiene, aparte de oxigeno,

8010 vapor de agua, sino en una atmésfera gaseoss que con

siste de oxigeno y una mezclae gassosa formadora de vapor

de aguae que comprends subsiancizlmente cantidades iguales

de vepor de agus ovhidrégano sulfurado (HQS), hidrégeno

seleniado (SeHa) 0 hidrégeno telurizado, A titulo de ejem

plo, puede'usarée una atmésfera gagseosa con una presién

total de 1000 g 1200 x 105 mm Hg, en la cual, al menos

al principio del proceso de deposicidn, aproximadamente

200 x 107 mm Hg se deben al vapor de agua e, igualmente,

aproximadamente 200 x 1077 mn Hg se deben a uno de 1os re

feridos compuestos de hidrégemno, por ejemplo Has. Sin em~

bargo, como alternativa, la atmésfera gassosa fg?§i2$3§722“91
VATNE LA
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una presién total de 300 a 400 x }0'5 mm Hg, mien*t;r;é"s que
la presién parecial del vapor de agua ¥y la del otro compues
$0 de hidrégeno es aproximedamente 50 x 10~ mn Hg, cada
una. Puede ser ventajoso mantener la temperatura de la ven
tana de la ampolla 41, por medio dél bafio 80, no a los va-
lores de temperatura de aproximadamente 100 a 1302C, tal
como se indica én los Ejemplos I, II y IV, sino a una tem
peraturs ircferior, preferentemen te entre 602C a TORC.
Durante la deosicidn del monktido de plomo la pre-
sién de vapor de egue y 1la de uno de los demds compuestos
de hidrdgeno que constituyen el gas formador de agua, pue-
de zer reducida con respecto a ia presidén de oxigen_o, tal
como se describe en los Ejemplos I y II, pero la presién

del gas formador de agua tembién puedé'mazrhenerse consten

te, tal como se describe en el Ejemplo IV y luego la pla-

ca de blanco depositada puede ser sometida & un bombardeo.

con oxigeno tal como se ha descrito precedentemente.

EJEMPIO VII.

Este método estd muy relacionsdo &l del Ejemplo VI,
siendo la diferencia que, mientras de acuerd con el Ejen
plo VI solo una parte del vepor de agua en la atmésfera
ga.séosa, usada durante la deposicidn del mondxido de plo-
mo en los Bjemplos I, I y V, ere reemplazado por uno de
log referidos o‘cros'com;'mestos de hidrégenoc, el método
dsl presente ejemplo utiliza una atmésfera gaseosa en la
cual el vapar de agua es reemplazado completamenie por hi
drégeno sulfurado, hidrégeroseleniado, hidrégeno teluri-
zado 0 una mezcla de dos 0 mis de estos compuestos de hi-

drbgano. Este método, por lo tanto, puede llevarse a cabo

{’:,\;.
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de maners andloga a la descrita en el Ejemplo VI, si bien
se prefiere el uso de una presién total irf erior de la at
mésfera gaseosa durante el proceso de deposicidén. Por ejem
plo, pueden logarse resultados satisfactorios depositando
el mondxido de plomo en uns atmésfera gaseosa con una pre-
sidén total de 300 a 500 x 107 mm Hg, de la cual 200 x
10~ m Hg corresponden a los referidos compuestos de hi-
drégeno que no sean sgua, siendo el resto la presién de
oxigeno. Sin embargo, puede usarse una presidén geseosa

total de 600 a 700 x 1077
te 80 x 10-5 mm Hg se deben al hidrdégeno sulfurado, hidré

mm Hg, de la cual sproximadamen

geno seleniado, hidrégeno telurizado o a wna mezcla de los
mismos; Seré obvio que bajo las condiciones mencionadas
dltimemente, serdn absorbidas cantidades més pequefias de
agufre, selenio o télurio en la placa de blanco en compa-

racidén con el caso mencionado primeramente.
EJEMPIO VIII.

Eate método corresponde on su mayor parte al método

-descerito en los Ejemplos III y V, en que monéxidc de plo-

mo es depositado sobre el eleotrodo de sefial en una atnés
fera de oxigeno puro, depués de lo cual la capa deposiia-
da es expuesta & una atmésfera qﬁe contlene, aparte de
oxigeno, también vapor de agua y sigue finalmente una eta
pa, & saber, o la deposicién ds una pequefia cantidad adi-
ecional de mondxido de plomo en una atmésfera que contiens
substancialmente m0lo oxigeno, o la superficie libre de
la placa e blanco es expuesta a un bombardeo con oxige=~
0o, con lo cual la supsrficie de la placa de blanco adquie
re la conductividad tipo p deseada. En lugar de exponer(é.\a
RN )R S)
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placa de blanco, tal como resulta depositada en la pri-
mers etapé., a8 una atmbafers que contiene solo oxigens y
vapor de agua, la referida placa de blanco es expuesta,
de acuerdo con el presents ejemplo, a une atmésfers que
difiere de la mencionada previamente por el hecho de que
el vapor de agua estd reemplazado total o parcialmente
par hidrégemo sulfurado, hidrdgeno seleniasdo o hidrégeno
telurizado. le presidn total del gas al cual es expuests
la cape de blanco depositada, puede ser 500 x 10~° mm Hg,
en le curl 30 a 40% de la misme se deben al vepor de ague,
i lo hubiera, y wno de los compuestos de hidrégemno men-
¢cionsdos previamente. Dado gue eostos oires compuestos de
hidrdgeno son més reacfivoé que el agua {la reactividad
aumenta en ¢l orden de sucesién menciona&o previamente),
pueden resulitar suficlentes ys sea presiones parciales
més bajas o duraciones mds cortas del tratamiento témrmi-
co 0 temperaturas mds bajas, con el fin de obtener una
placa de blanco homogénea. Algunas pocas posibilidades se
dan a continuamcién; presibén de gas total 100 & 200 x 107>
mm Hgy 30 & 40% de 1a misma se deber a una mezcla gaseoss
formadora de agua que consiste de cantidadesa iguales de
vapor de agua e hidrdgeno sulfurado; temperatura de tra=
tamiento 100 a 20090; duracién 30 & 15 minutos.

Cuando la capa depositada es expuesta a una atmés=-
fera de oxf{geno e hidrégenc sulfurado solamente (debién-
dose a este Ultimo entre 30 a 40% de la presidén total),
el fin deseado puede lograrse con una presién gasecsa to-
tal de 100 & 500 x 10~ ma Hg, cuando, con una temperatu~-

ra de 1a capa de 15 a 50°C, la duracién de la exposicién

89 elegide para que sea é,proxjmaaamente 20 minutos a la ,
PR % 4 4 (,7’ S\
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temperatura méds baja y no mayor que 6 mimutos a la tempe-
rature mis elevada. Si en lugar de hidrégeno sulfurado,
se usa hidrégeno seleniadoc o hidrdgeno telurizado, pue=-
de resultar suficiente una presidn total de la atmésfers
gaseosa que es més baja, o uns temperatura més baja o una
duracién més corta.

Todos 'los métodos de acuerdo con la presente inven—
cibn descritos en los ejemplos precedentes, pueden pro-
veer tubos fotoconductores rara cdmaras que presenté.n un
atraso fotoconductor adecuado (en otras palabras una ve-
locidad de respuesta suficientemente elevads para la toma
de escenas directemente; hasta ahora esta exigencia ha da
do lugar & muchas dificultades con este tipo de tubo para
cémara. Otro factor ventajoso es que la corriente de ne-
gro mdxima permisible que en la préctica es ajustada a
5 x 1072 &, ocurre solo después de por lo menos algunos
centenares de horas de funcionamiento, Se ha emcontrado
que, particulammente los métodos descritos en los Ejemplos
I (en particular 1z utilizaci 6n de una presidén total de
aproximadamente 1000 & 1500 x 107 mm Hg, 40 & 20% de la
cual ge debe al ges formedor de agua), II, IV y VII pue-
den proveer, de une manera re;producible; tubos pai‘a céma
re que poseen un largo de vida que excede considerablemen
te ol de los tubos para cdmara conocidos; egte 1a.rgo de
vida puede lle gar hasta eun 1000 o més horas.

Tal como se ha mencionado previamente, la incorpo
racién de azufre, selenio y/o teluric en la capa fotosen
gible mejora la sensibilidad espectral pmra radiaciones
de onda largs, de modo que cuando compuestos de hidrbge=-
no de estos elementos se utilizan duramte el procedimien

- 66 - 2@7“:'}?
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to de deposicidén de una pleca de blanco de mondxido de
plomo o se aprovecha la accidn de unas atmésfera gaseosa
sobre wns place de blanco depositeda, puede obtenerse un
tubo para cdmara que resulta muy adecuado para ser usado
en instalaciones de televigién. Esta mejora de la sensi-
bilidad espectral para la radiacién de onda largs €8 més
pronunciada, cuanto més vapor de agus es reemplazado por
hidrdégeno sulfurado, hidrdgeno seleniado, hidrégeno telu
rizado ¢ una mezcla de los mismos. E1 uso de hidrégeno
seleniado o hidrdgeno telurizado, en luéar de hidrégeno
sulfurado, provee una curva de sensibilidad especiral qus,
en comparacién con la curva obtenida con hidrégemo sulfu-
rado, exhibe una mayor gensibilidad para el rojo. Median-
te la eleccién del gas formador de agua (composicidn, pre
sibn relativa y total), la curva de sensibilidad espectral
del tubo para odmars, febricado mediante el uso de tal gas
de acuerdo con la presente invencidn, puedé adaptarse en
grado mayor o menor a condiciones operativas determinadas.
Deberia notarse que para el wao en 1los estudios de televi-
8ién, son deseables tanto le sensibilidad para rojo como
para el azul, mientras que para el uso en las regiones

de rojo o infrarrojo, la sensibilidad para el agul prdc-

ticamente nunca juega parte alguna.
EJEMPLO IX.

Con el fin de obtener la sensibilidad mayor para
la radiacién de onda larga mediente el uso de hidrdgeno
sulfurado, seleniado ¢ telurizado, o de una mezcla de los
mismos, en la atmésfera gaseosa en que la capa es deposi-
tade o & la cual ¢g expuesta ls capa deposiiada d@ra%azz ({Z; (é;
287447
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un tratamiento separado, no es necesario que el referido

gas esté presente al principio del procedimiento de depo-
sicién por evaporacidn o de la exposicién en la atmésfera
gaseosa usada., Por ejemplo, la deposicidn por evaporacién
de la capa dotosensible puede llevarse a ¢abo en una atmés
fera que contiene oxigeno y vapor de ague, tal como se des
cribe en el Ejemplo I, y la capa depositada puede ser ex-
puesta & continuacién durante algin tiempo a una atmésfe~
ra que contiene hidrdgeno sulfurado o uno de los otros com
puestos de hidi‘égeno mencionades previamente. En esta ca-
pa, une pequelis cantidad de ezte gas es difundida en la

capa ¥y provee asi el aumento de 12 sensibilidad. Cualquier
efecto detrimental de este gas difundido sobrs las propie-

dedes eléctricas de la capa superficiasl puede ser compen=

sado a continuacién mediante un bombardeo con oxigenc de
la referida capa superficial.

También en el método seglin el cual, tal como se des
eribe en el Ejemplo V, la capa fotosensible, despuds de
haber gido depositada &l menos en su mayor parte, es eX-
pueata a una atmésfera gaseosa que contiene, aparte de
oxigeno, también vapor de agua, pudie.ndo seguir otro trg
tamiento en una atmésfera que contiene hidrégeno sulfurs
do, seleniado o telurizado, después de lo cual, preferen
temente por medio de un bombardeo con oxigeno, es compen-—
sado cualquier efecto perjudicimsl sobre las i;ropiedades
eléctricas de 1s capa superficial. Tal bombardeo con oxi
geno también puede llevarse & cabo durants uns etapa an-
terior, es decir con anteriorided & la exposicidén de la
capa e una atmésfera gue coﬁfians unc de los referidos
compuestos de hidxdégenc que no sea vapor de agua Y des-éz gg

24
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puéds de una exposicidén a la atmésfera gque consiste solo
de oxigeno y vapor de agua. Este bombardec puede ser re-
petido entonces después de la exposicién de la capa a la
atmésfera que comprende o} referido compuesto de hidrdge
no, Dado que el bombardeo con oxigeno introduce una can-
tidad adecuzda de oxigeno en la capa superficiel de la
capa.fotosensible, frecuentemen te no es necesario gue la
atmbafere que contiene el referido compuesto de hidrége-
no que no sea vapor de agua, contenge ademds oxigeno.
Los datos siguientes se dan como titule de ejemplo.
Una caﬁa fotosensible depositada tal como se describe en

el Ejemplo IV en una atmdésfers gaseosa que contiene oxi-
geno y vapor de agua es expuesta, antes o después de um

bombardeo con oxigeno por medio de una (escargs gassosa
tal como se describe en este Ejemplo, durante 5 a 10 mi-
nutos, 8 wna atmésfera gaseosa que consiste principalmen
te de hidrbgeno sulfurado o una mresibn de aproximadameh—
te 150 a 275 x 1072
tane pusde ser mantanida a 1la temperatura ambiente. Pueds

mn Hg. Durante esie exposicidén la ven

usarse una temperatura mayor, perc a ial temperatura su-
perior la duracidén dé le exposicidn deberia reducirse. la
atmésfera gaseosa puede contener, aparte de hidrdgeno sul
furado, oxigeno a unﬁ presibn de por ejemplo aproximada-
mente 50 2 100 x 10™2 mm Hg, pero esto no es necesario

si le exposicidén a la atmésfera que contiene hidrdgeno
sulfurado es precedida por un bombardeoc con oxigenc des-
crito en el Ejemplo IV o-si el bombardeo ¢on oxigeno, sl
cual es sometida la éapa despuds de la referida exposi-
¢ién a la atmbsfera de hidrégéno sulfurado, es mds inten
80 que la descrita en el Ejemplo IV. Es aconssjable siem

@@7&2@
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pre llevar a cabo el bombardeo con oxigeno déspués de la
exposicidn a la atmésfera de hidrdgeno sulfurado con el
fin de asegurar que la superficie de la capa tenge el ti
po de conductividad deseada, Cualguier presencia de oxi-
geno en la atmésfera que contiene el hidrégeno sulfurado
Pueds dar par resultado que es suficiente una intensidad
mis baja del Wltimo bombardeo con oxigeno. Deberia notar
g6 que en lugar de hidrégenc sulfurado puedé usarse hidré
geno seleniade o telurizado o una mezcla de estos gases,
en cuyo ceso, debido a la actividad mayor de estos guses
gserdn suficientes una duracidn de exposicidén més corta,
una temperatura mis baja de la ventana y/0 una presién
parcial més baja del compuesto de hidrégeno en la atmés-
fera goseosa.

Se obtisnen resultados favorables cuando el referi-
do procedimiento es llevado a cabo con una capa fotosen-
gible obtenida por‘la deposicién por evaporacién de monbéxi
do ﬁe plomo en una atmésfera gaseosa, cuya presién es de
1000 a 1500 x 1072 m Heg v que contiene tento oxigeno co-
mo vapor de azua, en un grado tal gue sus presiones pars-
ciales tengan la relacidn de 7 6; no es necesario dis-
minuir la presidn de vapor de agua durante el procedimien
to de deposicibn, lo que significa gue la referida rela=-
cidn puede mentenerse a través de todo el procedimiento
de deposicién.

Al someterse una capa fotosensible, que &e acuerdo
¢on la presente invencién consiste de un compuesto metal-
oxigeno y es depositada en una atmésfera que contiene oxi
geno y vapor de agua O es expuesta a une atmdésfera tal,
en el orden de sucesién a un bombardeo con oxigeno, & un

297429
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tratemiento en un gas formador de agua val como se ha
descrito precedentemente y lusgo nuevamenie a un bombar
deo con oxigeno, se puede dar a le capas una composicién
éue, considerando desde la superficie libre em la direc
cién del soporte, da por resultado una estructura p-i-
(n)=(1)-p, en la cusl la posible presencia de¢ la zona
(n) o (i) resulta de un grado menor de compensacién del
éas formador de agua absorbide durante el dltimo trata-
miento en una atmésfera gaseosa por el oxigeno introduci
do en la superficie mediente el bombardeo con oxigeno.
Serd obvio que repitiendo la secuencie de bombardeo con
oxigeno y exposicidn a una atmésfera gaseosa gue contie-
ne un gas formador de agua =-en ﬁsta de une sensibilidad
deseable para rojo, se usa preferentemente hidrégzeno sul
furado, seleniado o telurizade o una mezcla de los mis=-
mos; si bien puede usarse tamblén vapor de agua - puede
lograrse una estructura miltiple p~i-(n), en que el espe
sor de la zona i es cada vez bastante considerable, lo
que involucra una gsensibilidad comparativamente elevada
¥y un atraso fotoconductor minimo.

En el predmbulo se ha dicho que mresumiblemente
una de las causa.s del deterioro de un tubo para cédmara en
ol transcurso de su funcionamiento, cuya placa de blanco
fotosensible consiste principalmente de un compuesto me-
tal-ox{geno, reside en la pérdida de oxfgeno desde la su
perficie de la placa de blanco explorada por el haz eléc
trénico. Bsta périida de oxiéeno puede tener diferentes

causas, por ejemplo: transferencia de oxigeno hacia el va

‘¢io, dado que la presién de oxigmo en el estado de equi-

librio en la superficie es reducida constantemente por el

997429
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getter en el tubo; la liberacidn de oxigeno por el ime
pacto de electrones; el efecto reductor de los iones y
dtomos de velocidad térmica elevada producidos por el haz
electrénico en el tubo; fotdlisis del material fotosensi-
ble debida a luz incidente sobre la capa en combinacién
con los gases residuales en el tubo. También el vacfo

en el tubo puede contener elsmentos formadores n gue pue
den afectar adversamente la conductividad tipo p deseada
de le cepa superficial de la placa de blanco. Con sl fin
de reducir el efecto de estos factores o de suprimirlos
en su mayor parte, seria deseable proteger la capa foto-
gengible con respecto sl vacfo. La solicitante ha encon-
trado gque esto reaslmente puede realizarse ¥y que ds esta

manera se obtiene una mejore adicional con fespecto al

'largo de vida. De acuerdo con el aspecto del presente in

vento, la capa fotosensible es provista, sobre el lado.

ele jado del soporte, con una capa delgada de un material

- précticamente asislante o ligeramente conductor del tipo

‘D, capa que es mds densa (menos porosa) que la capa foto

gensible propiamente diehé. Bsta capa proteciora, cuyo
espesor puede ser aproximadaments 1 micrdn; consiste pre
ferentements del mismo compuesto metal-oxigao que el pre
sente en la cépa fotosensible y presenta una estructura
vidriosa, tal como es obtenida por la deposicién por eve-
poracidn sobre una base que presenta una temperstura com-
parativamente baja.

En los Ejemplos I a IX una tal capa protectora de
monéxido de plomo puede obtenerse mediante la deposicién
por evaporacidn de una Vltima capa de mondxido de plomo
on ure atmésfera que contiene substancialmente solo oxi-

1{Z§:§Z»s!’§§('
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geno, mientras que la ventana es mantenida a un;t tém;;a-
ratura inferior que, por ejemplo, 402C. Esta capa protsc
tora puede ser depositada por evaporécién, ademds, uns
vez que la caps fotosengible propiamente dicha haya side
depositada y tratada de acuerdo con los Ejemplos descri-
Yos precedentemente, sin embargoe con excepcidén de ls depo~
sicién por evaporscidn de una capa extremadamente delgeda
do plata o de otro metal adscuado, gue no presentz una
conductividad transversal. También es posible formar es-
ta capa durante la deposicidn por evaporacidén, o al com—
pletarse la deposicidn por evaporacién de la capa fotosen
sible misma, al disminuirse la temperatura del soporte a
un valor inferior que aproximadamente 402C durasnte la de-
posicién por evaporacién de la Wltima parte de la cepa,
egtando descrita tal posibilidad al finasl del Ejemplo III.
Cuando se lleva & cabo un bombardeo con oxigeno, éste iﬁzé-
de llevarse a cabo después de la deposicién de la capa
protectora. Cuando la capa superficial promunciadamente
conductora de tipo p de la placa de blanco es obtenide
por la deposicién por evaporacidén de mondxido de plomo do
pade con una pequefia cantidad de talio“ o de otro elemento
formador p adecuado (véase Ejemple II), la misma capa su-
perficial adecuadsmeﬁte dopada resultamte, puede funcio-
nar como capa protectora, cuande durmmte la deposicién

de le referide capa .superficial dopada, la ventana es man
tenida a la referida temperaturs inferior. Si se deséa ob
tener soObre le placa. de blanco ademds una capa meté.lica
extremadamente delgadz, gque no exhibe una conductividad
transversal, éste puede depositarse por evaporacidén so-
bre la 6apa protectora. Le cape protectora pueds consis— -
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tir no solo del compuesto me tal-oxigeno usad para la
capae fotosensible, sino también de un material préctios-
mente aislante, por ejemplo mondéxido de silicio (Si0),
que. debe ser lo suficientemente delgado para pexrmitir el
paso de electrones o lagunas. .
Como alternative, puede usarse para la caps protec-
tora un material fotosensible que difiere dsl compuesto
metal-oxigeno de la capa fotosensible propiamente dicha,
mientras que este material puede ser depositado por eva=-
poracién en la forma de una cape substancialmente no po-
rose. Por ejemplo, una capa delgeda de frisvifure de an-
timonio (8b233) o de selenio (Se) puede ser depositada
por evaporacién mediante un procedimiento adicional sobre
we plé.ca de blanco depcsitadm y tratada segin un método
descrito en cualquiera de los Ejemplos I & VIII, sin pro-
veer, sin embargo, tal placa de blanco de uns. 6apa, metdli~

ca extremadamente del gada sobre su superficie, tal como se

describe en los referidos ejemplos.

En lo que antecede, la presente invencidén estd ex-
plicada con referencia g los ejemplos que se refieren a
tubos. para cdmaraes del tipo Vidicon, que poseén una placa
de blanco fotosensible, de hecho fotoconductors, que con=-
siste principalmente de mondxido de plomo. Deberfza notar-
ge que la presente invencidén no estd limitade a tubos pa-
ra cédmarss del referido tipo, como tampoco &l uso de mo-
néxide de plomo.

Resultan adecuados para los métodos de acuerdo con
la presente invencidn, de ung manera similar, otros mate=
riales fotogensibles que consisten de un compuesto 4de uno

o més metales con oxigeno y que puweden ser hechos, a Vo-

- o OO
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luntad, conductores del tipo n o p. En los ejemplos ci-
tados precedentemente, en lugar de monéxido de plomo pue
den usarse triéxido de hismuto (3,203) u éxido &e zino

(&n0). |
' las figs. 6 ¥ % ilustran una realizacidn de una cée
lula fotoconductora con electrodos lineales. Deberia no-
tarse que, por razones de claridad, varias dimensiones no
estdn ilustradas en ls relacidén carrecta. De estas dimen-

siones, que son de interés, se Gan valores priacticos poai

bles mds adelante.
‘ Lo oélula ilustrada en la fig. 6, que muestra una
parte de un corte transversal de esta célula, comprende
un soporte en forms de placa 200 de vidrio, un lado del
cual estd provigto de electrodos resctos, alternados y aque
se extienden paralelamente 202 y 203. Los slectrodos 202,
gue estén intemonectaéos eléotricamente, pueden congis-
tir de 6xido de estafio o plata depositada por evaporaciébn
y tienen un ancho aproximado de 20 micrones. Tos electro-
dos 203, que estdn interconectados eléctricamente y tienen
el mismo sncho gue los electrodos 202, consisten de niguel
o platino depoxitado por evaporacidén sobre el soports 20
con un espesor de aproximadamente 20 micrones. La distan~-
cia entre loa centros de electrodos consecutivos (202-203)
es aproximademente 500 micrones, pero puede ser mucho na-
yor, pbr ejemplo 1000 micrones. Sdre cada par de electro
dos adyacente 202 y 203 se extiende un camino 204 de mate
rial fotoconductor, siguiendo la direccidn de estos slec-
trodos y obtenidos por deposicidn por evaporacidn, mien~
tras que caminos consecutivos es‘hé.n separados por una ti-
ra superficiel no cubisrta 207 del soporte 200, Dura.nte q
G G °F é" <
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el funcionamiento de la célula fotoconductora, los alec~
trodos 202 deberian estar positivamente polarizados con
respecto & los electrodos 203, con lo gque los electrodos

202 constituyen los miembros de xuministro de corriente
positiva y los electrodes 203 los miembros de suministro
de corrients negativa al msterial fotoconductor.

De acuerdo con la presente invencidén, los caminos
204, oéda:uno de los cuales tlene un espesor de aproxi-
medamente 10 g 30 mici'ones, consisten principalmente ds
un compuesto metal-oxigeno fotoconductor, que puede ser
hecho conductor tipo n o p & voluntad (y por lo tanto tam
bién intrinsecamenie conductor). Durmnte la etapa de de-

posicién por evaporacidén o durente el tratamiento térmico

que precede a una o més de las etapas’ finales de la fa-

bricacibén de los caminos, un gas farmador de agua tal co-
mo 2@ ha descrito precedentemente y una camtidad en exce-
80 de oxigeno que compensa, al menos, el efecto del refe-~

rido gas sobre las propiedades eléctricas del mm terisl £fo
toconductor, son incorporados en el mismo. La mayor parte

de cada camino, es Gecir uns tira longitudinal 205 que se

extiende, en su dirsccidén transversal, desde sobre el elec
trodo 202 hasta la proximidad del electrodo 203, consiste

de material que posee una conductividad substancialmente
intrinseca o ligeramente del tipo p, dado que el gas for-
mador de agua zbaorbido en ella es compensado al menos,
pero no pronunciadémente gobre compensado, por el oxige-
no adicionalmen te absorbvido. Ia parte restante 206 de wn
camino 204, que estd en contacto con.el electrode 203,
tiene sin embargo, une conductividad tipo p pronunciada,
por lo menoe en 1o que se refiere al material que cubre

oY b £ @
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¢l electrodo 203. Ios caminos 204 estdn ubicaedos en wn
espacic herméticamente cerrado limitado por el soporte
200 y una ceps en forma de casguillo 201, que descansa
sobre el soporte ¥ que est4 conectada al borde del -mismo,
tapa que estd heche de vidrio, en cuyo lugar puede user-
se también un materiel cerdmico adecwado o un metal (por
e jemplo algminio). Bl espacio cerrado'que compr ende los
caminos 204, pueds estar evacuado, pero es ventajoso pro-
veer una simésfera de oxigeno con una presién de aproxima
damente 10 & 100 x 10~> mm Hg.

La porcién conductora tipo p 206 de un camino foto-
conduc%or 204 que cubre el electrodo 203, puede obtenerse
nedimn te un método similar s uno de los métodos gue pro-
veeﬁ, tal comd gse describe en los Ejemplos I a IX, una ca=-
pa superficial conductora tipo p sobre la piaca‘de blanco
de un tubo para cémara, mientras que con anterioridad o
después de esto, une porcidn mayor, inmtrinsecamente cone
ductora 205, Que cubre el electrodo 202, puede obtenerse
similarmente mediante uno de los métodos descritos en los
roferidos Ejemplos.

Ia fig. % ilustra un método segin el cual la poreiédn
206 es'depositada por evaporacién al finsl, mientras que
1la porcién 205 de los caminos 204, que cubre el eleoctrodo

202 y se extiende hasta la adyacenéia inmediata del elec~

trodo 203, es depositada gradualmente por evﬁpozacién a

partir de un electrodo 203, usdndose una méscara 210 que
es desplazable durante la etapa de deposicidn por evapo-
racién. Bsta méscars estd provista de ranuras paralelas
angostas 21, que son parelelas a los electrodos 202 y 203,

siendo la distancia entre estas ranuras igual a la distan

. TN R 6}
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.sobre el electrodo 202 y adyacentemente al mismo, exten-

~

cia entre los electrodos 202. Las ranuras 211 pueden te-
ner un ancho de 50 a 100 micrones y pusden eatar mordics
das en la placa 210, preférentemente de modo tal gque su
geccidn transversal se angosta hacias aguel lado de la pla
ca 210 gque mira hacia el soporte 200, cuando se usa la
méscara. El soporte 200 os usado con los electrodos 202

y 203 sobre el lado imterior, como un miembro de cierre
de un recipiente de evaporacldénque comprende un soporte
con el compuesto metal~oxigeno que debe =zer dep csitado
gobre el soparte, por ejemplo mondxido de plomo. El re-
cipiente de evaporacién y el soporte no estén ilustrados
en la fig. 7 por razones de simplificecibn. Adyacentemen
te al frente del soporte 200 y entre este soporte y el re
ferido sostén, estd dispuesta la médscara 210 de manera
déSplazable, de mode que la misma puede ser desplazada
lenta y uniformemente con cardcter paralelo al soporte

y perpendiculamente a ls direccién de los electrodos 202
¥ 203. Al comienzo de la deposicidén por evaporacién del
compuesto metal-ox{geno (la direccién del vapor estd in-
dicada en la fig. 7 por las flechas D), el lugar de la
méscars 210 es tal gque las ranuras 211 estén ubicadas
substancialmente frente a los electrodos 202 o (tal como
se ilustra en la fig. 7) ligeramente a la izquierda de
los mismos. Durante la deposicién por evaporacién del com
puesto meta.l;oxigeno sobre el soporte 200, aue puede ser
enfriado por medio de un refrigerante 212 sobre su lado
superior, la méscare 210 es desplazada lenta y uniforme-
mente en la direccidén indlcada en la figz. 7 por la flechs
B, de modo que se formas un camino 205 de espesor uniforme

=7
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diéndose egte camino transversalmente casi hastas el pri-
mer electrodo siguiente 203, visto en la direccién de desg
plazemiento de la méscara 211. E1 procedimiento de deposi-
cién por evaporacién se lleva a cabo sea en una atmésfers
gaseose que contiene oxigeno y un gas formador de agua tal
como se indica en uno de los Ejemplos I, II o VI, siendo
disminufde la presién parcial del gus formador de agua du
rante el procedimiento o en una atmésfera que contiene
subgtancizlimente s0lo oxigeno tal como se indica en los
Ejemplos III y V. Una vez que las porciones 205 de los
caminos 204 hayan sido depositadas de esta manera, las
porciones restantes 206 son depositadas, y durante esta
etapa la mdscara 210 es desplazade en la direccién B, de
modo que estas porciones 206 llegan a cubrir los electro—
dos. 203. La deposicién por evaporacidén de las porciones
206 puede' e jecutarse, en el primerc de los casos mencio-
nados, (depomicién de las porciones 205 en una atmésfers
que contiene oxigeno y un gas formador de sgue) siguien-
do la deposicién de las porciones 205; en el segundo ca-
so las porciones depositadas 205 son tratzdas primeramen=
te tal como se describe en los Ejemplos III, V y en las
correspondientea variantes del Ejemplo VIII, en una atmés
fera que, aparte de oxigeno contiene un gas formador de
agus, después de lo cual sor depositadas por evaporacién
las porciones 206. Las porciones 206 son depositadas por
el método descrito iaara la dltima parte de la placa de
blanco de un tubo para cdmara en cualquiera de log Ejem-
plos I, IT y ITT y en las correspondientes variantes de
los demés Ejemplos, sin embargo, con excepcién de la depo

gicidén por evaporacidén de la capa metdlica extremadamente

=79 - ~ 27429
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delgada que no exhibe una conductividad transverssl,

E1 procedimiento puede ser invertido, as decir pue
den proveerse primeramente las porciones 206 y solo des-
pués las porciones 205 intrinsecamente conductoras de los
caninos. -

Por ejemplo, con syuda de una méscaras gque, en con-
traposicidén & la mdscara 211 de la fig. .'f, no debé ser
desplazada durante ei procedimisnto de deposicidn y gue
egtd dispuesia sobrs el soporte, puede depositarse por sva
poracidén s0lo en el drea de los electrodos 203 primeramen
te una capa con un espesor de 1 micrén o algunos pocos mi
crones de un compuesto metal-oxigeno fotoconductor capaz
de ser hecho a voluntad conductor tipo p o n, llevédndose a
cabo esta deposicidn por evgporacidén en una atmésfera que
contiene substancislmente s0lo oxigeno, después de 1o cual
ol referido material depositado es bombardeade, de la ma-
nera descrita en el Ejemplo IV, con iones de oxigeno o dto
mos de oxigeno térmicamente i:épidos, de modo gue al menos
la superficie de la referida capa, que esté alejada del
goporte, es hecha pronunciadamente conductora tipo p. Lue
go se deposi fan. por evaporacién sobre el soparte las por=
ciones 205 que se extienden por encima de los electrodes
202 y se unen a la capa bombardeads, primeramente deposi
tada, de la manera descrita con referencia a la fig. 7
pera el primer caso, usdndose asi una atmbésfera gaseosa
que contiene, aparte de oxigeno, un gas formador de agua
¢ une mezcle de gases. Duramie esta etapa, la deposicién
por evaporacién del compuesto metal-oxigeno puede limitar
se realmente usando une mdscars estacionaris provista de

ranuras comparativamente anchas entre dreas, a las 'zona@ g

- 80 =



10

15

que se extienden desde el electrodo 202 hasta la capa de-
pogitada. durante la primera etapa y subsecuentemente bome
bardsada con ox{geno sobrs uno de los electrodos adyacen
tes 203, Sin embargo, dado que las capas primeramente de
positadas y vombardeadas con oxigeno sobre los electrodos
203 cubren estos slectrodos completamente, toda la super=-
ficie, &8s decir incluso el material depositado durante la
primera etapa, puede llevar material fotoconductor deposi
tado sobre el mismo. Da célula fotoconductors asi obteni-
da ya no es subdividi;ia, tal como ocurrs en la configura-
cién de Iz fig., 5, en una pluraiidad de caminos de exten-
gién paralels, separados entre sf por mrtes descubiertas
del soporie, sino comprende una capa continua de.materia-.l
fotoconduc tor. _

~ En lugar de, 0 en combinacién con un bombardeo con
oxigeno, del material fotoconductor aplicado a. las irezs
de los electrodos 203, puede agregarse un elemento forma
dor p o un compuesto de tal elemento al compuesto metal-
oxigeno que debe ser evapormdo para obtener el reférido.
material, tal como sé describe én el Ejemplo II con res-
pecto a la deposicién por eveporacibn de 1a Wltime parte’
de la placa de blanco.

la presente solicitud® que corresponde a la presen—

tads en Holandas, con fecha 12 de marzo de 1.963, bajo-sl
a‘mero 290,119, se acoge a los beneficios del srticulo

51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

&

s

- 81 -~

oo



10

15

20

25

30

L

Los puntos de invencidn propia y nueva que se pre-
gentan e ra que sean ocbkto de esta solicitud de Patenta
de Invencidén en Espefia, por VEINTE afics, son los siguien
’cea; | o

1.~ Dispositivo foiosensible que comprende une ca=
pa de material fotosensible depositado por eveporacidn so
bre un soparte y que consiste principalmente de wn compues
to metalepxigeno capaz de ser hecho, a voluntad, conductor
tipo p 0 n mediante la incorporacidn de impurezas y/o me-
diante desviaciones ds la eg’cequeometria, comprendiendo
el referido dispositivo ademds, medioa para el suministro
de corriente eléctrica a 1a capa fotosensible, caracteri-
zado por el hecho de aue el material de la capa fotosensi
ble exhibe conductividad intrinsece o casi intrinsece so-
bre una distancia de al menos sproximademente 4 micrones,
que puede ser subdividida en partes cercansmente adyacen-
tes y que es medida en la direccidn de la corriente eléc=-
trica en la capa, material intrinsecamente o casi intrin-
ascamente conducior que estd unido o terminas en un mate~
rial sengible pronunciadamente conductor tipo p ubicado
en el 4rea de suministro de corriente negativa a la capa
vy se extiende en la direccidn de la corriente eléetrica
sobre una distanciae que es pequefiz en comparacién con la
digtancig: mencionadsa primeramente, sobre Ja cual el mate

2@742@
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rial de la capa ss intrinsecamente o casi intrinsecamente
conductor.

2.- Dispositivo de acuerdo con la reivindicaeién 1,
caracterizado por el hecho de gue la distancie medida en
la direccidn de la corriente eléctrica en la capa, sobre
le cual el material fotosensible es intrinsecamente ¢ ca
gi intrinsecamente conductor, forma la mayor parte, pre-
forentemente mde que 90% de la distancia entre la ubicge-
cidn del suministro de corriente negativa y aquella del
suministro de corriente positiva a.la capa.

3.~ Dispositivo de acuerdo con la reivindicacién 1
6 2, caracterizado por el hecho de que la referida conduc
tividad intrinsece o casi intrinseca del material de la
capa fotosensible es obienida mediante la incorporacién
en la parte relevante de la capa, de wna cantidad de agua
pronunciadamente en exceso de la cantidad inevitable en
la préctica., asl como de una cantidad excesiva de oxige-
ne, gue compensa o subsitanciaslmente compenss la referida
cantidad de agua.

4.~ Dispositivo de acuerdo con las reivindicacionses

1, 2 6 3, caracterizado por el hecho de que el material
de la cape fotosensible en el drea de suministro de ¢o=-

rriente negativa contiene una cantidad menor de aguva y,
preferentemente una cantidad mayoxr de oxigeno que el ma-
terial adyacente de la capa que presenta la conductividad
intrinseca 6 casi intrinseca.

5S¢~ Dispoal tivo de acuerdo con cualquiera de las
reivinilcaciones que anteceden, caracterizado por el hee
cho de que el material de la capa fotoeléctricamente con

duotora es més o menos conductor del tipo p donde le mig

207429
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ma astd en contacte con un elsctrodo o miembro de suminig
tro de corriente positivo, estande limiteda esta conducti
vidad del tipo p & le zonz inmediatamente adyacente a di=
¢ho electrodo positivo o miembro de suministro de corrien
te.

6.- Dispositivo de acuerdo con cuslguiera de las rei
vindicacioﬁes gue anteceden, caracterizado por el hecho de
que la capa fotosensible consiste principalmente de monéxi
do de plomo (PbO) depositade por evaporacibn a una tempe~
ratura del sopar%e no superior gue 2502C, presentandoc es-
ta capa un espesor gue ésté eomprandid6 entre 5 y 200 mi-
crones., ‘

7.- Dispositivo de acuerdo con cualquiera de las rei
vindicaciores 1 & 6, caracterizado por el hecho de la ca-
pe fotosensible contiene, aparte de Atomos de metal del
compuesto metal-oxigeno, une cantidad de étoﬁos de uno o
més de los elementos del grupo que comprende agufre, sele
nio y telurio.

8.~ Dispositive de acuerdo con cualquiera de las rei
vindicaciomes que anteceden, caracterizado por el hecho
de que el lado de la capa fotoconductora alejado dsl sO-
porte, esta provisto de una capa protectora de un material
aislante o tipo p, depositado por evaporacidn, que puede
ser fotosensible, siendc esta capa no poross, pressntando
ung conductividad trensversal reducida y siendo delgsda en
comparacidén con el espssor total del material de la capa
fotosensible que exhibo uns conduetividad intrinseca o ca-
8i intrinseca.

9.- Digpositivo de acuerdo con la reivindicacidn 6,
en combinaéién con la reivindicecidén 8, caracterizado po

90742%
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el hecho de que la capa delgada congiste de mondxido de
plomo y tiene umna estructura vidriosa.

10.= Dispositivo de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones gue anteceden, carascterizad por el he-

cho de que el mismo constituye un tubo para cdmara Vidi=-
con, en gue la capa fotosensible constituye la placa de
blenco fotoconductora, depasitada por eveporacién sobre
un electrodo de sefial y adaptadas para ser explorada por
un haz elsctrénico que proviene de un cafién electrénico.

11.- Dispositivo de acuerdo con la reivindicacidn
10, carscterizade por el hecho de que un metai, preferen
temente plata es depositado por evaporacién sobre la su-
perficie libre de la capa fotosensible, no siendo sufi-
ciente la cantidad del referido metal para producir una
conductivided & lo largo de dicha superficie capaz de dis
minudir la definicién.

12.~ Dispositivo fotosensidvle.

Tal y'como se ha.descrito en la Memoria que ante-
cede, iepresentado en los dibujos que se gcompafan y para
los fines que se han especificado. '

La presente Memoris consta de ochenta y cince hojas

escritas a mdquina por una sola de sus caras.

T L 21
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